
БЗ
 

12
-8

9/
10

48

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И БУКВЕННЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 19480-89
(СТ СЭВ 1817-88 , СТ СЭВ 4 7 5 5 -8 4 , 

СТ СЭВ 4 7 5 6 -8 4 )

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ 

М о с к N а

капитальное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html


УДК 621.582.82:001.4:006.354 Группа Э00

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З  А С С Р

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ГОСТ
19480-89Термины, определении н буквенные обозначении

алектрнчееккх параметров

Integrated drcirits. Terms, definitions (CT СЭВ 1817-88. 
СТ СЭВ 4755-84, 

СТ СЭВ 4756-84)
and letter symbols о{ electrical parameters

ОКСТУ 6301

Дата введения 01.01:»!

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и 
буквенные обозначения электрических параметров интегральных 
микросхем.

Термины и буквенные обозначения, установленные настоящим 
стандартом, обязательны для применения во всех видах докумен­
тации Л литературы, входящих в сферу работ по стандартизации 
или использующих результаты этих работ.

Международные буквенные обозначения обязательны для при­
менения в технической документации, предназначенной для экс­
портных поставок.

1. Стандартизованные термины с определениями и буквенные 
обозначения приведены в табл. I.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин.

Применение терминов — синонимов стандартизованного терми­
на не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой 
«Й дН». Л1

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 при­
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша­
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ­
ного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, из­
менять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения 
используемых в них терминов, указывая обт>екты. входящие в объ­
ем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем 
н содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

(С Издательство стандартов, 1990
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2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые 
и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в 
графе «Определение» поставлен прочерк.

2.4. В табл. I в качестве справочных приведены иноязычные 
эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском 
(Е ) и французском (F) языках.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов 
на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в 
табл. 2—4.

4. Методика образования буквенных обозначений производных 
параметров приведена в приложении.

5. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф­
том, нх краткая форма— светлым, а недопустимые синонимы — 
курсивом.

Т а б л и ц а  I
Бухъгико* оОо»и»«*нив

Термин отъест- между­
народно*

Ояпчлелмие

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Параметр интеграль­
ной микросхемы

Параметр

X Л* Величина, характеризую­
щая снойстиа или режимы 
работы интегральной микро­
схемы

2 Номинальное значе­
ние параметра интег­
ральной микросхемы

Номинальное значение 
параметра

Л цн« А г» *>И Значение параметра ин­
тегральной микросхемы, за­
данное в кормагинно техни­
ческой документации и яв­
ляющееся исходным для от­
счета отклонений

3 Диапазон значений 
параметра интегральной 
микросхемы

Диапазон значений па­
раметра

а * Область, в которую ух- 
ладываюгея значения па­
раметров всех интеграль­
ных микросхем данного ти­
па или партии однотипных

4. Допустимый диапа­
зон значений параметра 
интегральной микросхе­
мы

Допустимый диапазон 
значений параметра

5. Отклонение пара­
метра интегральной мик­
росхемы

Отклонение парамет­
ра

6Х,

л х

интегральных микросхем 
при заданном уровне дове­
рительной вероятности

Разброс значений пара­
метра интегральной микро­
схемы. указанной а норма­
тивно-технической докумен­
тации

Разность между действи­
тельным значением пара­
метра интегральной микро­
схемы к его номинальным 
значением



ГОСТ Ж 80-88 С  3

Буквенное обомачеива
Термин отечест*

деикэс
между­

народно*

6. Относительное отк­
лонение параметра ин­
тегральной микросхемы

Относительное откло­
нение параметра

ААГ̂ тв —

7. Напряжение (ток) 
управления интегральной 
микросхемы 

Напряжение (ток) уп­
равления

А’,я©

8. Температурный ко- 
вффицненг параметра ин­
тегральной микросхемы

Температурный коэф­
фициент параметра

а х в , -

9 Нестабильность па­
раметра интегральной 
микросхемы

Нестабильность пара­
метра

Л Ане, -  1

10. Максимальное зна­
чение параметра интег­
ральной микросхемы

Максимальное значе­
ние параметра

А т*, Ат»,

11. Минимальное зна­
чение параметра интег­
ральной микросхемы

Минимальное значение 
параметра

‘ ш!ж Ащ|*

Продолжены табл. I

Определение

Отношение отклонения 
параметра интегральной 
микросхемы к его номи­
нальному значению

Напряжение (ток) уп­
равляющее функциональ­
ным назначением интег­
ральной микросхемы

Отношение изменения па­
раметра интегральной мик­
росхемы к вызвавшему ею 
изменению температуры ок­
ружающей среды

Отношение относительмс- 
го отклонения параметра 
интегральной микросхемы 
к вызвавшему его дистаби- 
лнзирующему фактору

Наибольшее значение па­
раметра интегральной мик­
росхемы. при котором за­
данные параметры соот­
ветствуют заданным значе­
ниям

Наименьшее значение па­
раметра интегральной мик­
росхемы, при котором за­
данные параметры соответ­
ствуют заданным значениям

ПАРАМЕТРЫ. ОБЩИЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

12. Напряжение пита­
ния интегральной микро­
схемы

Напряжение питания
13. Входим напряже­

ние интегральной микро­
схемы

Входное напряжение
14. Выходное напря­

жение интегральной мик­
росхемы

Выходное напряжение

У „

У,*.

Усс Значение напряжения на
I выводах питания интег­

ральной микросхемы

Ui Напряжение на входе ин­
тегральной микросхемы в 
заданном режиме

Уо Напряжение на выходе
интегральной микросхемы 
в заданном режиме

1628
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Продолжение табл. I
Бжееикое ОбОШВЯаам

Термин OTt4«T*И«МИС«
между*

И4рОХМО«
Оярехеленке

15. Напряжение ера- 1/ерв t/lT+. Наименьшее постоянное
батыванин инте1ральиой 
микросхемы

Напряжение ерзбаты 
-мания

б'гТР напряженке на входе, при 
котором происходит пере­
ход интегральной микро­
схемы из одного устойчиво­
го состояния в другое

16. Напряжение отпу- Uor. l/,T- Наибольшее постоянное
•сжамнн интегральной 
микросхемы

Напряжение отпуска­
ния

Vi тн напряжение на входе, при 
котором происходит пере­
ход интегральной микро­
схемы из одного устойчи­
вого состояния и другое

17. Входной ток ин­
тегральной микросхемы

Входной ГОК

/ « h Ток. протекающий во 
входной цепи интегральной 
микросхемы в заданном ре­
жиме

18 Выходной ток ин­
тегральной микросхемы

Выходной 70К

1 ,*, !о Ток. протекающий в це­
ни нагрузки интегральной 
микросхемы в заданном 
режиме

19. Ток утечки интег­
ральной микросхемы

Ток угетки
/>Т А. Ток в цепи интегральной 

микросхемы при закрытом 
состоянии цепи н заданных 
режимах на остальных вы­
водах

20 Ток потребления 
интегральной микросхе­
мы

Ток потребления

l nor /со Ток, потребляемый интег­
ральной микросхемой от ис­
точников питания в задан­
ном режиме

21. Ток короткого за- 
-мыкания интегральной 
микросхемы

Ток короткого замы­
кания

Е. Short-circuit current
Р. Сои rant dccourt-cir- 

euit

/к, /о* Выходной ток интеграль­
ной микросхемы при зако­
роченном выходе

22. Потребляемая мощ­
ность интегральной мик- 

.росхемы
Потребляемая мот- 

«ость

Р пот Рос Мощность, потребляемая 
интегральной микросхемой, 
работающей в заданном ре­
жиме, от соответствующего 
источника питания

23. Рассеиваемая мощ­
ность интегральной мик­
росхемы

Рассеиваемая мощ- 
.иосгь

Plot Мощность, рассеиваемая 
интегральной микросхемой, 
работающей в заданном 
режиме
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Прооол venue табл. 1
Пукинимсв оболиочеаие

Термин отечест­
вен ио«

■ •Ж1У-
нлродвос

Определение *

24 Входное сопротив­
ление интегральном мик­
росхемы

Входное сопрот каче­
ние

/?ь, Ri С'Гт'ошеи.Н' приращения 
ехидного напряжения ин­
тегральной микросхемы к 
прнрашению ахтипиой со­
ставляющей входного тока 
при Заданной частоте сиг 
нала

25 Выходное сопро­
тивление интегральной 
микросхемы

Выходное сопротивле­
ние

Rtut Ro Отношение приращения 
выходного напряжения ин­
тегральной микросхемы к 
вызнан тему его прираще­
нию активной составляю­
щей выходного тока при 
заданной частого сигнала

20 Сопротивление на­
грузки интегрально? 
микросхемы

Сопротивление нагруз­
ки

Rn *  L Суммарное активное со­
противление внешних це­
пей. подключенных к вы­
ходу интегральной микро­
схемы

27. Входная емкость 
интегральной микросхе­
мы

Входная емкость

С,х Cl Отношение емкостной ре­
активной составляющей 
входного тока интегральной 
микросхемы к произведению 
синусомдельного входного 
напряжения. вызвавшего 
уто7 ток. и его круговой 
частоты

26. Выходная емкость 
интегральной микросхе­
мы

Выходная емкость

C„Ut Со Отношение емкостной ре­
активной составляющей вы­
ходною тока интегральной 
микросхемы к произведе­
нию синусоидального вы­
ходного напряжения, выз­
ванного ьтим током, н его 
круговой частоты

29. Емкость нагрузки 
интегральной микросхе­
мы

Емкость нагрузки

с „ Суммарная емкость внеш­
них цепей, подключенных 
к выходу интегральной 
микросхемы

30. Время нарастания 
сигнала интегральной 
микросхемы 

Время парастзмих си- 
гизла

Е. Rise lime 
G. Temps tit croissant*

Интервал времени нара­
стания сигнала от уровня 
0.1 до момента, когда вы­
ходной сигнал интегральной 
микросхемы впервые до­
стигнет заданного значения, 
близкого к его окончатель­
ному значению при сту­
пенчатом изменении уров­
ня входного сигнала

2'
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Продолжение табл. /
Буквеиио* обозначение

Термин отсчест-
всипое

между-иярпдиое
Определение

31. Время спада сиг­
нала интегральной мик­
росхемы

Время спада сигнала
E. Fall time
F. Temps de decroi';- 

6a nee

/се /г

1

Интервал времени спада 
сигнала от уровня 0.9 до 
момента, когда выходной 
сигнал интегральной мик­
росхемы впервые достигнет 
ладанного значения, близ­
кого к его окончательному 
И13ЧСМИ» при ступенчатом 
изменении уровня входного 
сигнала

32. Длительность фрон­
та входного сигнала ин­
тегральной микросхемы

Длительность фронта 
входного сигнала

То Интервал времени нара­
стания аиплитуды импуль­
са входного енгнзла ин­
тегральной микросхемы от 
уровня 0.1 до уровня 0,9 
or номинального значения

33. Длительность спа­
да входного сигнала ин­
тегральной микросхемы

Длительность спздя 
входного сигнала

Те» Интервал времени убыва­
ния амплитуды импульса 
входного Сигнала тгп т 
ральной микросхемы от 
уровня 0.9 до уровня 0.1 
от номинального значения

31. Чувствительность 
интегральной микросхе­
мы

Чувствительность

S

1

Наименьшее значение 
входною напряжения, лрн 
котором электрические па 
паметры интегральной мик­
росхемы соответствуют за­
данным значениям

ПАРАМЕТРЫ. ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

35. Входное напряжс- 1 
мне покоя интегральной 
микросхемы

Входное напряжение 
покои

и<„ Vio j

Р
36. Выходное напри- 

кгилг покоя интеграль­
ной микросхемы

Выходное напряжение
ПОКОЯ

t̂ anux Поо

37. Коммутируемое на­
пряжение интегральной 
микросхемы

Напряжение коммути­
руемое

и»о» и *

Постоянное напряжение 
на входе интегральной мик­
росхемы с невключенным 
входом или с нулевым 
входным сигналом 

Постоянное напряжение 
на выходе интегрально.! 
микросхемы с кевключеп- 
ныи входом или с нулевым 
входным сигналом 

Напряжение, подаваемое 
на вход коммутирующего 
элементе интегральной мик­
росхемы
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Продолжение табл. I
Буквекхое обозначение

Тсрммв отечест­
венно*

между­
народно©

Определен»*

38. Напряжение сме­
шения нуля интегральной 
микросхемы

Напряжение смеше­
ния нуля

Е. Input offset voltage
F Tension dc dcca'-age

и сш U lQ Постоянное напряжение, 
которое должно быть при­
ложено хо входу интег­
ральной микросхемы, чтобы 
выходное напряжение было 
равно нулю пли другому 
заданному значению

39 Напряжение шума 
ид выходе интегральной 
микросхемы

Напряжение шума на 
выходе

E. Output noise volta 
й*

F. Tension dp bruit on 
sortie

Ппх.лиг О г л Напряжение собственного 
шума на выходе интеграль­
ной микросхемы

40 Приведенное ко 
ихолу напряжение шу­
ма интегральной микро­
схемы

Приведенное ».о входу 
напряжение шума

П а  ож Ux* Отношение напряжения 
соСсттн- того шума на вы­
ходе интегральной микро­
схемы при заданных усло­
виях к коэффициенту уси­
ления напряжения

41 Синфазные вход­
ные напряжения интег­
ральной микросхемы

Синфазные входные 
напряжения

1' сЬ .ж г t/ic Напряжения между каж­
дым из входов интеграль­
ной микросхемы и общим 
выводом, амплитуды, фазы 
и посменное распределение 
которых совпадают

42. Входное напряже­
ние ограничения интег­
ральной микросхемы

Входное напряжение 
ограничения

Uorp.iX Vium Наименьшее значение 
входного напряжения ин­
тегральной микросхемы, при 
котором отклонение от ли­
нейности выходного напря­
жения превышает установ­
ленную величину

43. Остаточное напря­
жение интегральной мик­
росхемы

Остаточное напряже­
ние

U Q„ Uoa Напряжение между вхо­
дом и выходом интеграль­
ной микросхемы при вклю­
ченном канале и заданном 
значении коммутируемого 
тока

44. Разность входных 
токов интегральной мик­
росхемы

Разность входных то­
ков

Ы п ho Разность значений токов, 
протекающих через диффе­
ренциальный вход интег­
ральной микросхемы з  за­
данном режиме

45 Средний входной 
ток интегральной микро­
схемы

Средний входной ток

1П .  €9 A aV Среднее квадратическое 
значение входных токов 
интегральной микросхемы
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Продолжение табл. /
Бухвсниое обозначение

Термин отечест- маждт- Определение
ленное неродное

46 Коммутируемый Лил /й Ток протекающий через
ток интегральной микро- коммутирующий элемент
схемы • интегральной микросхемы»

Коммутируемый то« 1 замкнутом состоянии ключа
47. Выходная мот- / ’.м. 1 Ро Мощность, выделяемая

ностк интегральной мих- на нагрузке интегральной
росхемы микросхемы в заданном ре-

Выходная мощность жиме
48 Нижняя граничная /л к Наименьшее значение ча-

частота полосы пропус- стогы. на которой коэффм-
кании интегральной мик- ЦНСНТ усиления па пряже-
росхемы кия интегральной микросхе-

Нижняя граничная ча- мм уменьшается на 3 дБ
стота по.-.осы пропуска- от значения на заданной
кия частоте

•19 Верхняя граничная /. /и Наибольшее значение ча-
частота полосы пропус- стоты, на которой коэффн-
кания интегральной мяк- циент усиления напряжения
росхемы и птегрдльноА микросхем ы

Верхняя граничная ча- уменьшается яа 3 дБ от
стота полосы пропуска- значения на заданной ча-
ни я стоге

50 Частота коммута- /ив» /* Частота, с которой интег-
иии интегральной мик- ральвэя микросхема комму-
росхемы тирует ток

Частота коммутации 
51. Центральная часто- /а /с Частота, равная полу-

та полосы пропускания сумме нижней и верхней
интегральной мииросхс- граничных частот полосы
мы пропускания интегральной

Центральная частота 
полосы пропускания

микросхемы

Диапазон частот, и пре-52. Полоса пропуска- Л/ я  и-
ния интегральной микро- делах которого коэффн-
схемы Циент усиления и тетра ль-

Полоса пропускания ной микросхемы не падает 
ниже 3 дБ по сравнению 
с усилением на заданной
частоте внутри этого диа­
пазона

53 Полоса эадгржияа- Л/.д Aft Диапазон частот меж-
ния интегральной микро- ДУ верхней м нижней ча-
схемы стотзмя полосы задержи-

Полоса задерживания

]

ваиия интегральной микро­
схемы
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Терших

54. Нижняя частота 
полосы задерживания 
ннтет ральной микросхе­
мы

Нижняя частота по­
лосы задерживания

55. Верхняя частота 
полосы задерживания 
интегральной микросхе­
мы

Верхняя частота по­
лосы задержиоаиия

56 Частота единичного 
усиления интегральной 
микросхемы

Частота единичного 
усиления

Ндп. Полоса единично­
го усиления

Е Frequency of unity 
(open loop) amplification

r  Frequence pour 
(‘amplification unite

57. Частота входного 
сигнала ингегральиой 
микросхемы

Частота входного сиг­
нала

58- Частота генериро­
вания интегральной мик­
росхемы

Частота генерировать
59 Время успокоения 

интегральной микросхе­
мы

Время успокоения
E. Ripple time
F. Temps de vacille- 

ment

60 Время задержки 
импульса интегральной 
микросхемы

Время задержки
E. Delay time

F. Temps de delai

Ку ценное овоымчемие
отсчеет-осиное между­народное

/и» Ли.

/>.. /ои

/| и

fac /1

ft

'тс. 'ив

'.д и

Продолжение табл. I

Определяй ие

Наименьшее значение ча­
стоты, на которой коэффи­
циент усиления интеграль­
ной микросхемы уменьшает­
ся в заданное число раз 
от значения на заданной 
частоте

Наибольшее значение ча­
стоты. ка которой коэффи­
циент усиления интеграль­
ной микросхемы уменьша­
ется в заданное число раз 
о? значения на заданной 
частоте

Частота, на которой мо­
дуль Коэффициента усиле­
ния напряжения интеграль­
ной микросхемы при разом­
кнутой цепи обратной свя­
зи раней единице

Частота, на которой про­
изводят измерение парамет­
ров интегральной микро­
схемы или ее эксплуата­
цию

Интервал времени с мо­
мента достижения выход­
ным напряжением интег­
ральной микросхемы уров­
ня 0,9 до момента послед­
него пересечения выходным 
напряжением заданного 
уровня

Интервал времени между 
нарастаниями входного к 
выходного импульсов ин­
тегральной микросхемы, из­
меренный на уровне 0.1 или 
на заданном уровне напря­
жения или тока
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Продо.икение табл. 1

Бумвиво* обохаавеяне

Тврмвя отечеств
•емное

между
«•родное

Опрелслсаве

61. Коэффициент уси­
лении напряжения ин­
тегральной микросхемы

Коэффициент усиления

K,v Ли Отношение выходного на­
пряжения интегральной 
микросхемы к входному 
напряжению

НСПРЯЖСННЯ
62. Коэффициент уси­

ления тока интеграль­
ной микросхемы

Коэффициент усиления

Кг, А, Отношение выходного то­
ка интегральной микросхе­
мы к входному току

тока
СЗ Коэффициент уси­

ления мощности интег­
ральной микросхемы

Коэффициент усиления

К*р Ар Отношение выходной мощ­
ности интегральной микро­
схемы к входной мощности

МОЩНОСТИ
64. Коэффициент уси­

ления синфазных вход­
ных напряжений интег­
ральной микросхемы

Коэффициент усиле­
ния синфазных входных 
напряжений 

К Common-mode vol­
tage .amplification

F. Amplification en 
tension en mode cominun

К,.в<» Л«с Отношение выходного на­
пряжения интегральной мик­
росхемы к синфазному 
входному напряжению

65. Коэффициент ос­
лабления синфазных 
входных напряжений ии- 
теграль'ЮЙ микросхемы

Коэффициент ослабле­
ния еянфаэных входных 
напряжений

F. Common-mode rejec­
tion ratio

F. Taux dc rejection en 
mode corr.mun

Кеь.с» /Семи Отношение коэффициента 
усиления напряжения ин­
тегральной микросхемы к 
коэффициенту усиления 
синфазных входных напря­
жений

G6. Коэффициент влия­
ния ««стабильности ис­
точников питания на 
напряжение смещения 
нуля интегральной мик­
росхемы

Коэффициент влияния 
нестабильности источни­
ков питания иа напря­
жение смешения нуля

К ,,.,.»

|

/Саги Отношение приращения 
напряжения смещения ну­
ля интегральной микросхе­
мы к вызнавшему его при­
ращению напряжения не- 
томника питания
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Продолжение табл. I
Букмявое овоэиачеяи*

Тврмкн от#яесг- межху- Ошммешю
иемио* ИвООАНО*

ОТ Коэффициент уем- КуОлвО Луо Отношение изменения зна-
лепим дифференциально- чеаия выходного нанряже-
го сигнала по папряжс- пня интегральной микро-
ник» интегральной мин- схемы к изменению зпаче-
роехсмы ник напряжения на диффе-

Коэффициент усиления ренцналыюм входе в задан-
днффереиииалытого сиг­
нала по напряжению

Е. Differential-mode 
voltage amplification

ио.м режиме

F. Amplification en 
tension en mode ddfiren- 
tie!

68. Коэффициент rap- Кг Кь Отношение среднего квад-
моник интегральной мик- ратнчесхого напряжения
роехсмы суммы всех, кроме первой.

Коэффициент гармо- гармоник сигнала интег-
инк ральиой микросхемы к сред­

нему квадратмческоиу на­
пряжению суммы всех Гар­
моник

G9. Диапазон аптома- О'лгу AGC Отношение наибольшего
тичсской регулировки значения коэффициента уев-
усиленно интегральной л е т я  напряжения ичгсг-
ми»: роехсмы радьнок микросхемы к паи-

Диапазон АРУ меньшему его значению при 
изменении входного напря­
жения в заданных преде­
лах

70. Скорость нарастл- Ус tut •SooMlSH» Отношение изменения ом-
ним выходного намряже- ходкого напряжения с уров-
ним интегральной микро- ня 0.1 до уровня 0.9 к вре-
схемы менп его нарастания при

Скорости нарастания воздействии на вход интег-
выходного напряжения ралыюй микросхемы им-

Иди. Скорость отеле- пульса напряжения прямо-
хипания угольной формы

71. Коэффициент при- к . Отношение полосы частот
моуголымхги амплитуд­
но-частотной характери­
стики интегральной мик­
росхемы

интегральной микросхемы 
на уровне 0.01 или 0,001 к 
полосе пропускания на 
уровне 0.7

Коэффициент прямо- 
угольности АЧХ

72. Коэффициент пуль- К. л От ношение амплитудногоеаций интегральной мик­
росхемы

Коэффициент пульса­
ций

значения напряжения пуль­
саций интегральной микро­
схемы F значению постоян­
ной составляющей ньпря-
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Продолжение табл. /
Купленное обопиееияо

Термин отсчест-
*еипо«

между­народное
Опреаелеике

73 Коэффициент ум­
ножения частоты интег­
ральной микросхемы

Коэффициент умноже­
ния частоты

■ К,ни ) — Отношение частоты вы­
ходного сигнала интеграль­
ной микросхемы к частоте 
входного сигнала

74 Коэффициент деле­
ния частоты интеграль­
ной микросхемы

Коэффициент деления

Кд.л, Отношение частоты вход­
ного сигнала интегральной 
микросхемы к частоте вы­
ходного сигнала

частоты
75 Крутизна преобра­

зования интегральной 
микросхемы

Крутизна преобразо- 
пякня

Soft Отношение выходного то­
ка смесителя к вызвавше­
му его приращению вход­
ного напряжения при За­
данном напряжении ге­
теродина интегральной мик­
росхемы

ПАРА,МЕТРЫ. ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ И КОМПАРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

76 Максимальное вы­
ходное напряжение ин­
тегральной микросхемы

Максимальное выход­
ное напряжение

Unix в » V Оми Выходное напряжение 
интегральной микросхемы 
при заданном сопротивле­
нии нагрузки и напряже­
нки входного сигнала, ког­
да его приращение нс вы­
зывает приращения выход­
ного напряжения

77 Напряжение шума 
интегральной микросхе­
мы

Напряжение шума

иш и * Напряжение на выходе 
интегральной микросхемы н 
заданной полосе частот при 
входном напряжении, рав- 
1!ОМ КУЛЮ

78. Эффективное на­
пряжение шума интег­
ральной микросхемы

Эффективное напряже­
ние шума

С'ю «ОЬ J / . . I  т Отношение шума на вы­
ходе, выраженного в эф- 
фсктипнмх значениях на­
пряжения в заданной поло­
се частот, к коэффициенту 
усиления интегральной мик­
росхемы

79. Размах шума ин­
тегральной микросхемы

Размах шума

\ и ш П aw Разность между макси­
мальными значениями пи­
ков шума противополож­
ного знака в заданной по­
лосе частот на выходе ин­
тегральной микросхемы.
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Продолжение табл. I
Ьукпвихое оОовяачеии»

Термин отечеств 
ми кос

между­
народно*

80 Нормированная 
электродвижущая сила 
шума интегральной мик­
росхемы

Нормированная ЭДС 
шума

£<п в Еак

81. Нормированный ток 
шума интегральной мик­
росхемы

Нормированный ток 
шума

 ̂ш а 1пЯ

82. Максимальная ско­
рость нарастания выход­
ного напряжения ин­
тегральной микросхемы

Максимальная ско­
рость нарастания выход­
ного напряжения

Vr tux ИА* SR

S3. Частота среза ин­
тегральной микросхемы

Частота среза
E. Open-loop cut-off 

frequency
F. Frequence dc coupu- 

rc en boucle ouverte

/еря /со

84. Частота полной 
мощности интегральной 
микросхемы

Частота полной мощ­
ности

/г /г

Определение

кои напряжении, равном 
улх>
Отношение напряжения 

тума ив выходе интеграла- 
ой микросхем и з  задан­
ий полосе часто? при 
ключевин между общим 
инодом и выводами вхо- 
ов решето роя, сопротин-

Опюшснис напряжения

|ами входов резисто- 
<адаткхт> сопротивле­

ния к произведению коэф­
фициента усиления на квад­
ратный корень из полосы 
измеряемого шума 

Отношение и змене имя вы­
ходного напряжения с 
уровня 0.1 до уровня 0.9 
к времени его нарастания 
при воздействии на вход 
интегральной микросхемы 
импульса прямоугольной 
формы максимального вход­
ного напряжения 

Частота, на которой мо­
дуль коэффициента усиле­
ния напряжения интеграль­
ной микросхемы при ра­
зомкнутой цепи обратной 
связи уменьшается до 0707 
значения на заданной ча­
стоте

Частота, на которой зна­
чение максимального вы­
ходною напряжения ин­
тегральной микросхемы



С. 14 ГОСТ 19480-89

Продолжение 7абл. Г
Вухнемнов обомымаи*

Термик отекест- 
ьевио*

между 
перо двое

Определение

уменьшается на 3 дБ от 
зиачсиш на заданной ча­
стоте

85 Время успокоения 
выходного напряжения 
интегральной микросхе­
мы

Время успокоения вы­
ходного напряжения

t усов Время с момента дости­
жения входным импульсом 
прямоугольной «формы уров­
ня 0,5 до момента послед­
него пересечения выходным 
напряжением интегральной 
микросхемы заданной вели­
чины

8G Коэффициент раз­
деления каналов интег­
ральной микросхемы

Коэффициент разделе­
ния каналои

Крв.а Санс Отношение выходного на­
пряжения интегрзльиой 
микросхемы с сигналом на 
пходе к выходному напря­
жению интегральной микро­
схемы при отсутствии иход- 
мого сигнала

87. Временной коэф­
фициент входного тока 
интегральной микросхе­
мы

Временной коэффици­
ент входною тока

Yr.« YiBidBr, Отношение изменения 
входного тока интеграль­
ной микросхемы к вызвав­
шему его изменению вре­
мени

88. Временной коэф­
фициент разности вход­
ных токов интегральной 
микросхемы

Временной коэффи­
циент разности входных 
токоз

Та/вх Yno Отношение изменения раз­
ности входных токов ин­
тегральной микросхемы к 
вызвавшему его изменению 
времени

89. Временной коэф­
фициент напряжения 
смещения нуля интег­
ральной микросхемы

Временной коэффици­
ент напряжения смеще­
ния нуля

Yccm Yuio Отношение изменения на­
пряжения смещения нуля 
интегральной микросхемы к 
вызвавшему его изменена» 
времени

ПАРАМЕТРЫ. ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
АНАЛОГОВЫХ УСИЛИТЕЛЕН НИЗКОЙ. ПРО,МЕЖУТОЧНОЙ 

И ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
90 Диапазон входных 

напряжений интеграль­
ной микросхемы

Диапазон входных на­
пряжений

Е. Input voltage opera­
ting range

ьи . Интервал значений вход­
ного напряжения интег­
ральной микросхемы 07 
минимального значения до 
максимального
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Продолжение U'6.1 г

Буквенное обоыитсикс
Термин отечесг- 

оси нее
между-

народное
Определение

Г Domalne de foncti- 
oru:ement <le la tension 
d'entriN?

91. Напряжение aeio- и  Л Г У У асс Напряженке на регулн-
магической регулировки 
усиления интегральной 
микросхемы

Напряжение АРУ

92. Напряжение за- и>Я А РУ U  л а с е

руккисы входе интеграль­
ной vi.npocxcKU, обеспечи­
вающее регулировку коэф­
фициента усиления в за ­
данных 1 рсдслах 

Наибольшее абсолютное
держки аптоматнческой 
регулировки усиления 
интегральной микросхе­
мы

М•■ •пряжение задержки
ЛРУ

93. Напряжение пуль- I7un.li U<c

значение напряжения на 
управляющем входе ин­
тегральной микросхем и, при 
котором се коэффициент 
усиления остается неизмен­
ным

Значение переменной со-
саний источника пита­
ния интегральной мик­
росхемы

Напряжение пульса­
ций источника питания 

91. Ток автоматике- 1  Л Г У / аос

стаалкютеч напряжения 
источника питания на вы­
золах питания шгтеградь- 
iioit микросхемы

Ток, протекающий мерса
ской регулировки уси­
ления интегральной мик­
росхемы

регулирующий вход интег­
ральной микросхемы и 
обеспечивающий регулн ров-

Ток АРУ

95 Частота резонанса (о /о

ку коэффициента усиления 
в заданных пределах 

Частота, на которой ко-
интегральной микросхе­
мы

Частота резонанса

эффпцкеит усиления интег­
ральной микросхемы при­
нимает максимальное зна­
чение

96. Частота киазнре- Частота, на которой ко-
зонанса интегральной 
микросхемы

Частота квазнретонэв- 
са

97. Диапазон регулн- Л/Сгч Л А и

эффицнеит усиления ин­
тегральной микросхемы 
принимает минимальное 
значение

Отношение максимально-
роьки коэффициента усн- SKVI ДА г «о значения коэффициента
лемия напряжении (то- A/Cyj> ДЙр усиления напряжения (то-
ка. моншости) интег­
ральной микросхемы

Диапазон регулировки 
коэффициента усиления 
напряжения (тока, мощ­
ности)

ка. мощности) к минималь­
ному значению коэффициен­
та усиления напряжения 
(тока, мощности) при воз­
действии на интегральную 
микросхему управляющею 
электрического сигнала
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Продолжение табл. I
Ьукгевпое оО-эмичеаие

Термин отъест-
осиное

между
ае^эдмос

98 Динамический диа­
пазон по напряжению 
интегральной микросхе­
мы

Динамический диапа­
зон по напряжению

Д ^ л .н SV„yD

99. Коэффициент не­
линейности амплитудной 
характеристики интег­
ральной микросхемы

Коэффициент нелиней­
ности амплитудной ха 
рактериетикн

А -., А ■̂ П>»

100. Коэффициент не­
равномерности амплитуд­
но-частотной характери­
стики интегральной мик­
росхемы

Коэффициент неравно­
мерности АЧХ

Кир.АЧ А гм

101. Коэффициент шу­
м а  интегральной микро­
схемы

Коэффициент щ vmc

К . F .

102. Коэффициент ин- 
термодуляцмооиых иска­
жений интегральной мик­
росхемы

Коэффициент нитер- 
модудяционных искаже­
ний

103. Коэффициент по­
лезного действия интег­
ральной микросхемы

Коэффициент полезно 
го действия

к . . .

0

ал

104 Крутизна проход­
ной характеристики ин­
тегральной микросхемы

Крутизна проходной 
характеристики

5 п 5тк

Определение

Отношение макенмхдыю- 
го значения выходного на­
пряжения интегрально.; мик­
росхемы к минимальному 
значению выходного нап­
ряжения

11з 1'Сольско отклонение 
значении крутизны амиди 
тудной характеристики ин- 
тегрэлыюй микросхемы от­
носительно значения кру­
тизны амплитудной харак­
теристики. изменяющейся по 
линейному закону

Отношение максимального 
значения выходного напря­
жения интегральной микро­
схемы к минимальному зна­
чению в заданном лил пато­
ке частот полосы пропус­
кания. выраженное в дс- 
цвбедлах

Отношение среднего квад­
ратического напряжения 
шумов на выходе интег­
ральной микросхемы к 
среднему квадратическому 
напря/кечию шума источ­
ника входного сигнала п 
зэлзжюч по тасс частот

Отношение средней »вэд- 
ратическо.1 амплитуды ко­
лебаний боковых частот к 
амплитуде высокочастотного 
колебания на выходе интег­
ральной микросхемы, выра­
женное в процентах

Отношение выходной 
мощности интегральной мик­
росхемы к потребляемой 
мошнос in

Отношение выходного то­
ка к вызнавшему его вход­
ному напряжению я задан­
ном электрическом режиме 
интегральной микросхемы
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Продолжение табл. / '
1>) кисипоч обозявчепис

Термин отечест-
а̂ жмое

между*
народное

Оорехвлвии*

1(6 Отношение сиг­
нал,'шум интегральной 
микросхемы

Отношение сигкад/шуи

"е-ш *•„ Отношение эффективного 
значения выходного напря­
жения интегральной микро­
схемы. содержащего только- 
низкочастотные составляю­
щие. соответствующие час- 
тотем модулирующего на­
пряжения. к зффелтпвному 
значению выходного напря­
жения при нсмодулировак- 
1К>м ешкжче в определен­
но?! полосе частот

(Об Фазовый сдвиг 
интегральной микросхе­
мы

Фазовый сдвиг 
Млн Сдвиг фаа

Фс Фо Разность между фазами 
выходного и входного сиг­
налов тгтсгра.чыюй микро­
схемы на задаиной частоте

ПАРАМЕТРЫ. ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ .МИКРОСХЕМ 
НЕПРЕРЫВНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

107 Диапазон выход­
ных напряжений интег­
ральной микросхемы

Диапазон выходных 
напряжений

Е Output voltage ope­
rating range

F. Domain» de foncti- 
onnement de la tension j 
de sortie

108. Напряжение счи­
тывания обратной свя­
зи интегральной микро­
схемы

Напряжение считыва­
ния обратной связи

E. Feedback sense vol­
tage

F  Tension dc lecture 
de contre-rZnction

109. Опорное напря­
жение интегральной мик­
росхемы

Опорное напряжение
II. Reterence voltage
F. Tension de reference

AC7»u*

U»,

Vonx I Интервал значений вы- 
I ход кого напря жении нигег- 
1 рольной микросхемы or 

минимального значения до 
максимального, при кото­
ром электрические парамет­
ры не выходят за установ­
ленные нормы

Пгв Напряжение, являющееся 
функцией пыходиого напря­
жения н используемое с 
внешними элементами или 
без mix для управления 
обратной связью интеграль­
ной микросхемы

и  BEF Напряжение, с которым 
сравниваете» напряжение 
считывания обратной свя­
зи в целях контроля за ин­
тегральной микросхемой
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Продолжении гсбл. I

TdSWKli

буквенное об9»и»т«*ие |

отечест­
венное

и*жзг*
*и родио< ;

V n n
-

V a n  шю -

/ „ ! q

| 1̂М1

г / в о

|  #iee » in i

/С е м я »

1

K u.V lN l

Определение

ПО. Падение напря­
жения на интегральной 
микросхеме

Падение напряжения

1П. Минимальное па­
дение напряжения на ин­
тегральной микросхеме

Мпинмзлькое падение 
напряжения

112 Ток холостого хо­
да интегральной микро­
схемы

Ток холостого хода
I | Л В рем я ГОТ О* ПОСТ II 

интеграл* чоА микросхе­
мы

Время п-тпчио-ти

HI Время восстаиое- 
депи а но напряженно 
интегральном микросхе­
мы

Время посотаюилмти 
по напряжению

F. Input transient vol- 
1аке recovery time 

F. Тепмя «V rccouvre 
jnent <!c lr tension tran- 
sitoire з "entree

ИЗ. Время восстание 
деиии no току интег­
ральной микросхемы 

Время восстановления 
по току

С. Input transient cur­
rent recovery time

F. Temps <lc recouvre- 
ment du courant transi- 
Wire A l*entrfc

116. Взаимная неста­
бильность no напряже­
нки) интегральной мик- 
-.чх-хемы

Разность между вход­
ным и выходным ндпря- 
женнем интегральной мик­
росхемы в заданном режи­
ме

Наименьшее значение па­
дения напряжения яа ин­
тегральной микросхеме, 
при котором параметр ин­
тегральной микросхемы 
удовлетворяет заданным 
требованиям

Ток потребления интег­
ральной микросхемы при 
отсутствии нагрузки на вы­
ходе

Интервал времени от мо­
мента подачи пходиот на 
пряжения до момента, пос­
ле которого параметры ин­
тегральной микросхемы 
удовлетворяют заданным 
требованиям

itinc-poa.i времени от мо­
мента г y .cv»'» ЬО I . »ч— 
нения nvo.*.unro напряже­
ния имг-рьлтлюй ь-пкри.хе- 
мы до .момента, когда >i i j - 
чение выходного на я ряже­
ния в оос.мгдннП раз вхо­
дит о заданный ninci-rал 
выходных напряжений, 
держащий а себе конечное 
ЗЧЭЧСИИС

Интервал времени от мо­
мента ступенчатого ь.мо­
чения выходного тока ин­
тегральной микросхемы по 
момента, когда шачеипе 
выходного гчпряичния в 
последний раз вхотиг в 
и.данный интервал выход­
ных напряжений. сотержа- 
тих u ie6e конечное зна­
чение

Огио-»пе.т!Л104 изменение 
зиач'чкч пи одчо'О н.шря- 

- женит o n .мл каната ыио- 
I гокзндлыки’. интегральной



ГОСТ 194SO—89 С. 19

Продолжение табл. I

Букюшое «<5о»я»з«ии*

Термин ОТ*«вст- 
йенпос

межлу-
п»рол*о«

Взаимная нестабиль­
ность по напряжению

И 7. Взаимная неста­
бильность по току ин­
тегральной микросхемы

Взаимная яестабиль- 
иость по тону

518. Нестабильность 
по напряжению интег­
ральной микросхемы

Нестабильность по на­
пряжению

j 19 Нестабильность 
но току интегральной 
микросхемы

1 ̂ стабильность по 
току

120. Нестабильность 
по нагрузке интеграль­
ной микросхемы

Нестабильность по па- 
грузке

Кипах

Ко
К и

Ки>

К , Кто

К,,

KjKiXi

Определение

микросхемы при изменении 
входного или выходного 
напряжения на другом ка­
нале. приведенное к I В 

I изменения входного напря­
жения. прн отсутствия дру- 

I тих дестабилизирующих 
I факторов

Отиоеите.тьнос изменение 
! значения выходного напря­

жения одного канала мно­
гой анальной интегральной 
микросхемы при изменении 
выходного топа из другом 
канале, приведенное к 5 А. 
изменения выходного тока, 
яри отсутствия других де­
стабилизирующих факто­
ров

Относительное изменение 
I значения выходного напря- 
рхенкя или тока интеграль­

ной микросхемы при измс- 
I некий входного иапряже- 
, ння. приведенное к ! В пз- 
] менеиня входного напряже­

ния. при отсутствии других 
дестабилизирующих факто­
ров

Относительное изменение 
значении выходного напря­
жения интегральной микро­
схемы при изменении вы­
ходного токе, приведенное 
к 1 А изменения выход:х>го 
тока, при отсутствии дру 
тих дестабилизирующих 
факторов

Относительное изменение 
знпчеияя выходного тхйс*  
интегральной микросхем»» 
вон каменеют сопротивле­
ния погрузки, приведенное 
х I Ом изменения сотро- 
тиялеяии нагрузки, при от­
сутствии других десгабн- 
лизируюших фахторов

162$
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Продолжение табл. I
Буквенное обозначение

Термин отвчесг-
деиио* нежху-ивоохиое

Определение

121 Коэффициент ста­
билизации входною на­
пряжения интегральной 
микросхемы

Коэффициент стабили­
зации входного напря­
жения

Е. Input stabilization 
coefficient

Г. Coefficient de stabi­
lisation еп fonction de la 
tension d'entrcc

122. Коэффициент ста-

Хот СИ 
КСт и»х

Xgi Отношение относительно­
го изменения выходного 
напряжения или тока ин­
тегральной микросхемы к 
заданному относительному 
изменению входного напря­
жения при отсутствии дру­
гих дестабилизирующих 
факторов ,

билизаиия нагрузхи ин­
тегральной микросхемы

Коэффициент стабили­
зации нагрузки

E. Load stabilization 
coefficient

F. Coefficient dc sta­
bilisation en fonction de 
la charge

Хст в Xso Отношение относительно­
го изменения выходного 
напряжения интегральной 
микросхемы к заданному 
относительному изменению 
выходного тока при отсут­
ствии яругах дестабилизи­
рующих факторов

123. Коэффициент 
сглаживания пульсаций 
интегральной микросхе­
мы

Коэффициент сглажн- 
тгояки пульсаций

•Е. Ripple rejection га- 
tio

F. Taux do rejection de 
Fondulation residucllc

Х „ Хии Отношение амплитудного 
значения пульсаций вход­
ного напряжения заданной 
частоты 1штегралы«ой мик­
росхемы к амплитудному 
значению пульсаций выход­
ного напряжения той же 
частоты

424. Дрейф выходного 
напряжения интеграль­
ной микросхемы

Дрейф выходного на­
пряжения

Е. Output voltaic 
drift

'F. Derive de la tension 
de sortie

AL'eui ADojn Наибольшее значение от­
носительного изменения вы­
ходного напряжения интег­
ральной микросхемы в те­
чение заданного интервала 
времени при отсутствии 
других дестабилизирующих 
факторов

125. Дрейф выходно­
го тока интегральной 
микросхемы

Дрейф выходного тока
E. Output current drift
F. Derive du courant 

4c sortie

Д/iu iI Наибольшее значение от­
носительного изменения вы­
ходного тоха интегральной 
микросхемы в течение за­
данного интервала времени 
при отсутствии других дес­
табилизирующих факторов
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Продолжение юбл. I
буквенное ьбомвченяя

Термин т§ч#ст-
вевиое

МВЖДУ-
наролиоо

Определение

126 Температурный 
коэффициент ВЫХОДНОГО 
тока интегральной м ик­
росхемы

Температурный коэф­
фициент выходного тока

U ibwi «10 Отношение относительно­
го изменения выходного 
тока к вызвавшему его аб­
солютному изменению тем­
пературы окружающей сре­
ды или корпуса при отсут­
ствии других десгаби.тизи 
рукших факторов

ПАРАМЕТРЫ. ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМИ СТАБИЛИЗАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ

127. Напряжение гис- Utnet 
тсрезиса интегральной 
микросхемы

Напряжение гистере­
зиса ,

128. Напряжение сии- С/«, 
хронизацим интеграл.. ий 
микросхемы

Напряжение синхро­
низации

129. Полоса захвата 
синхронизации интег­
ральной микросхемы

Полоса захвата син­
хронизации

Ы с г

130. Коммутируемая 1 Ру 
мощность интегральной 1 
микросхемы

Коммутируемая мот- '•
ность

1
131 Коэффициент пе- Крр 

ролами интегральной J 
микросхемы

Коэффициент передачи J

Uл I Разность между напри-
|жением срабатывания и на- 
тпрхженисм отпускания ин­
тегральной микросхемы

— Напряжение, подаваемое 
на синхронизирующий вход 
интегральной микросхемы, 
при котором рабочая ча-

! стота интегральной микро- 
| схемы разив или кратна 
I частоте напряжения син­

хронизации
— J Максимальное откоси

тельное отклонение собст- 
I венной частоты коммута­
ции от частоты синхрони­
зирующего сигнала, прв 
котором обеспечивается ра­
бота интегральной микро­
схемы на частоте сиихро- 
ни.шрующего o iгнала

— Значение мощности, оп­
ределяемое как произве-де 
ние коммутируемого напря­
жения на среднее квалр;. 
тическое значение комму' 
тируемого тока, в заданном 
режиме интегральной мик-

. лосхемы
_  ' Отношение абсолютного

, значения изменения выход­
ного напряжения усилителя 
рассогласования нитыраль- 

j ной микросхемы к абсолют- 
, ному изменению входного 
j напряжения

3*
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Продолжение табл. I
Б у к в е н н о е  о б о т а а ч е н и е

Т е р м и н о т е ч е с т - м е ж д у - О п р е д е л е н и е
п е н н е е н а р о д н о е

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
КОММУТАТОРОВ И КЛЮЧЕЙ

132. Управляющее на- I 
пряжение низкого уров­
ня интегральной микро­
схемы

Управляющее напря­
жение низкого уровня

133. Управляющее на­
пряжение высокого уров­
ни интегральной микро­
схемы

Управляющее напря­
жение высокого уровня

134. Ток утечки ана­
логового входе интег­
ральной микросхемы

Ток угечкя аналогово­
го входа

|"о Тек утечки ана­
логового выхода ин­
тегральной микросхемы

Ток утечки аналогово­
го выхода

136- Входной ток низ­
кого уровни управляю­
щего напряжения интег­
ральной микросхемы

Входной ток низкого 
уровня управляющего 
напряжения

13" Входной ток вы­
сокого уровня управ­
ляющего напряжения 
интегральной микросхе­
мы

Входной ток высокого 
уровня управляющего 
напряжения

138. Ток потребления 
при низком уровне уп­
равляющего напряжения 
интегральной микросхе­
мы

Ток потребления при 
низком уровне управля­
ющего напряжения

t-'яр и

{-Чрр.»

*̂т.»с

S у:.аы>

/«.и

I  U .K

U l L

U l u

'u

Л.О

Ль

Лн

Максимальное абсолютное 
значение напряжении на 
управляются входе, обес­
печивающее разомкнутое 
состояние ключа интеграль­
ной микросхемы 

Минимальное абсолютное 
значение напряжения на 
управляющем входе, обес­
печивающее замкнутое со­
стояние ключа интегральной 
микросхемы

Постоянным ток. проте­
кающий через аналоговый 
вход (входы) интегральной 
микросхемы при закрытом 
канале (каналах) 

Постоянный ток. проте­
кающий через аналоговый 
выход (выходы) интеграль­
ной микросхемы при закры­
том канале (каналах) 

Постоянный 7ок. проте- 
. кающий через улравляю- 
: щий вход (входы) интег­

ральной микросхемы при 
подаче на пего (них) уп- 

I равняющего напряжения 
низкого уровня 

Постоянный ток. проте­
кающий через управляю­
щий вход (входы) интег­
ральной микросхемы при 
подаче на 'него (них): уп­
равляющего напряжения 
высокого уровня

ГС.С1 Постоянный ток. проте­
кающий через вывод (вы­
воды) питания интеграль­
ной микросхемы при пода­
че на управляющий вход 
(входы) управляющего на­
пряжения низкого уровня
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Продолжение табл. I
Буквенное о&»ыа<м«и«

Терния отечест­
венное ИКЖДУ-народно*

Опрсдклсии*

139. Ток потребления 
при высоком уровне уп­
равляющего напряжения 
интегральной микросхе­
мы

Ток потребления при 
высоком уровне управ­
ляющего напряжения

^аотл !  ссы Постоянный ток. проте­
кающий мере.» вывод (вы­
воды) питания интеграль­
ной микросхемы, при пода­
че на управляющий вход 
(входы) управляющего на­
пряжения высокого уровня

140. Сопротивление в 
открытом состоянии ин­
тегральной микросхемы

Сопротивление в от­
крытом состоянии

Ron Ron Отношение падения на 
пряжения между аналого­
вым выходом и аналого­
вым входом интегральной 
микросхемы к вызвавшему 
его току пра включенном 
канале

141. Время включения 
интегральной микросхе­
мы

Время включения

1» Л /оо Интервал времени между
уровнем 0.3 управляющего 
напряжения интегральной 
микросхемы и заданным 
уровнем выходного напря­
жения в режиме включения

142. Время выключе­
ния интегральной микро­
схемы

Время выключения

•>мкп loll Интервал времени между 
уровнем 0.5 управляющего 
напряжения интегральной 
микросхемы и заданным 
уровнем выходного напря­
жения а режиме выключе­
ния

143. Время переклю­
чения интегральной мик­
росхемы

Вромя переключения

*««► flraa Интервал времени между 
уровнем 0.5 управляющего 
напряжения интегральной 
микросхемы и заданным 
уровнем выходного напря­
жения п |>ежиме параллель­
ного переключения

144. Амплитуда вы б- U»t л Uda Максимальная амплитуда
росов напряжения на 
аналоговом выходе ин­
тегральной микросхемы

Амплитуда выбросов 
напряжения па аналого­
вом выходе

выбросов напряжения на 
аналоговом выходе интег­
ральной микросхемы, рабо­
тающей и режиме переклю­
чения при отсутствии ком 
мутируем ого напряжения

145. Емкость управ­
ляющего входа интег­
ральной микросхемы

Емкость управляющего 
входа

в̂х.упр Ci Отношение емкостной ре­
активной сгхггавля кущей то­
ка, протекающего через уп­
равляющий вход, интег­
ральной микросхемы, к про­
изведению синусоидального 
напряжения, вызвавшего
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Продолжение табл, I
Ь>хосписе обозначено*

Тарная оте*1«сд* между-
короднО*

Ооредслеои*

ЭТОТ ТОК. II его круговой 
частоты при закрытом ка­
нале (каналах)

146. Емкость аналого­
вого входа минераль­
ной микросхемы

Емкость аналогового 
входа

Cu  as с . Отношение емкостной ре­
активной составляющей то­
ка. протекающего через 
аналоговый вход интеграль­
ной микросхемы, к произве­
дению синусоидального на­
пряжения. вызвавшего этот 
ток. и его круговой частоты 
при закрытом канале (ка­
налах)

147. Емкость аналого­
вого выхода интеграль­
ной микросхемы

Емкость аналогового 
выхода

С „ . . . . Си Отношение емкостной ре­
активной составляющей то­
ка. протекающего через ана­
логовый выход интеграль­
ной микросхемы, к произве­
дению синусоидального на­
пряжения. вызвавшего этот 
тс*. и его круговой часто­
ты при закрытом канале 
(каналах)

148 Емкость между 
аналоговыми выходом и 
входом интегральной 
микросхемы

Емкость между а на 
л отовы м и  вы ходом  и 
ВХОДОМ

Сим x/ni.ou Си ь Отношение емкостной ре­
активной составляющей то­
ка. протекающего между 
аналоговым зыходом и диа­
логовым входом интеграль­
ной микросхемы, к произве­
дению синусоидального на­
пряжения. вызвавшего этот 
ток. н его крутовой часто­
ты -зри закрытом канале 
(каналах)

149 Частота управля­
ющей» напряжения ин­
тегральной микросхемы

Частота управляюще­
го напряжении

/гпя h ЧлСТОта напряжении на 
справляюп.ем вход, ин­
тегральной микросхемы при 
злдзикоЛ скпяж1в>етя, при 
которой значенья тиходол- 
го напряжения мис-от и 
высокого уровней удовлет­
воряю? заданным значениям

150 Коэффициент по­
давления сагмала ра­
зомкнутым ключом ин­
тегральной микросхемы

Коэффициент подавле­
ния сигнала разомкну­
тым ключом

Кп*Ж. И KiMt Отношение переменной 
'составляющей выходного 
напряжении закрытого ка­
нала интегральной микро­
схемы к переменной состав­
ляющей коммутируемого на­
пряжения
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Продолжение табл. I
Буквенное обозначение

Тйрмни отечест­
венно*

мехау-
вароаное

Определение

151 коэффициент по­
давлении сигнала меж­
ду каналами нитеграль- 
мой микросхемы

Коэффициент подавле-
нии сигнала между ка­
налами

Касх Коса Отношение переменной со­
ставляющей коммутируемо­
го напряжении открытого 
канала интегральной мик­
росхемы к переменной со­
ставляющей выходного на­
пряжения на любом дру­
гом закрытом канале при 
отсутствии на кем комму­
тируемого напряжения

152. Коэффициент пе­
редачи по напряжению 
интегрально* микросхе­
мы

Коэффициент переда­
чи по напряжению

К. к и Отношение напряжении 
на выходе интегральной мик­
росхемы к заданному зна­
чению комму1ируемого на­
пряжения при включенном 
канале

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

153. Напряжение j-ro 
источника питания ин­
тегральной микросхемы

Напряжение f ro ис­
точника питания

U at U cci Напряжение <-го источни­
ка питания, обеспечивающе­
го работу интегральной 
микросхемы о Заданном ре­
жиме.

П р и м е ч а н и е  ( — по­
рядковый номер источни­
ка. f—1—♦

154. Входное напри- 
«книг низкою уровня 
интегральной микросхе­
мы

Входное напряжение 
низкого уровня

* ! . 0 .L Напряжение низкого уров­
ня на входе интегральной 
микросхемы.

П р и м е ч а н и е .  Напря­
жение ниакою уровня — 
нанмскее положительное 
(наиболее отрицательное) 
напряжение

155. Входное напря­
жение высокого уровня 
интегральной микросхе­
мы

Входное напряжение 
высокого уровня

0 1 . У  IB Напряжение высокого 
уровня на выходе интег­
ральной микросхемы.

П р и м е ч а н и е .  На­
пряжение высокого уров­
ня — наиболее положи­
тельное (наименее отри­
цательное) напряжение
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Термин

156. Прямое падение 
напряжения на аити- 
пионном диоде интег­
ральной микросхемы

Прямое падение на­
пряжения на автязвон- 
иом диоде

157. Выходное напря­
жение высокого уровня 
интегральной микросхе­
мы

Выходное напряжение 
высокого уровня

158. Выходное напря­
жение низкого уровня 
интегральной микросхе­
мы

Выходное напряжение 
низкого уровня

159. Ток потребления 
i-ro источника питания 
интегральной микросхе­
мы

Ток потребления i го 
источника питания

160. Динамический той 
потребления интеграль­
ной микросхемы

Динамический ток по- 
твебленмя

J6J. Входной гои низ­
кою уровня интеграль­
ной микросхемы

Входной юк hi и кого 
уровня

162. Входной ток вы­
сокого уровня интег­
ральной микросхемы

Входной ток высокого 
V ровня

163. Выходной ток вы­
сокого уровня интеграль­
ной мни рог .темы

Выходной ток высоко 
го уровня

1(И. Выходной ток низ­
кого уровня интерваль­
ной микросхемы

Выходной ток низко­
го уровня

Купонное обоиыч«ам«

отъест-
ОСШ1СС

имоу-
■ •роачо«

и.ш Ucoi

Uoa

"o L

Л|©Т« /coi

!  сот.яаа /осс

/ •'их '.С

1'ш* Ли

у»л ВУХ
1 он

г°# ВУХ Ал

Продолжение табл. 1

Опрелехевие

Напряженке на входе ин­
тегральной микросхемы при 
заданном значении входно­
го тока через защитный 
анод

Ток. потребляемый ин­
тегральной микросхемой от 
1-го источника питания и 
заданном режиме

Ток потребления интег­
ральной микросхемы в ре­
жиме переключения

Входной гох при вход­
ном напряжении низкого 
уровня интегральной микро­
схемы

Входной ток при вход­
ном напряжении высокого 
уровня интегральной микро­
схемы

Выходной ТОК при выход­
ном напряжении высокого 
уровня интегральной микро­
схемы

Выходной ток при вы­
ходном напряжения низко­
го уровня интегральной 
микросхемы
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Продолжение табл. )
П> киекям ьбосничеаис

Термин отечест­
венно*

между-народное
Определений

165. Выходной ток в 
состоянии «Выключено» 
интегральной микросхе­
мы

Выходной ток в со­
стоянии «Выключено»

/|.Ы1-«МКЛ fox Выходной ток интеграль­
ной микросхемы с тремя 
состояниями на выходе 
при выключенном состоя­
нии выхода

166. Выходной ток ню- 
юго уроним В  СОСТОЯНИИ 
« Выключено» интеграль­
ной микросхемы

Выходной ТОК НИЗКО 
го уровня в состоянии 
«Выключено»

/О'пих.шылл /©2L Выходной ток в состоя­
нии «Выключено» интег­
ральной микросхемы при 
подаче на измеряемый вы­
ход заданного напряжения 
низкого уровни

167. Выходной ток вы­
сокого уровня в состоя­
нии «Выключено» ин­
тегральной микросхемы

Выходной ток высоко­
го уровня в состоянии 
«Выключено»

' mUa.i UM lo ts Выходной ток в состоя­
нии «Выключено» интег­
ральной микросхемы при 
подаче на измеряемый вы­
ход заданного напри жени я 
высокого уровня

168. Ток утечки на 
входе интегральной мик­
росхемы

Ток утечки на входе

Лгт« /.L Ток во входной цепи ин­
тегральной микросхемы при 
закрытом состоянии входа 
и заданных режимах на 
остальных выводах

169. Ток утечки на 
выходе интегральной 
микросхемы

То* утечки на выходе

/л л ш fOL Ток в выходной цепи ин­
тегральной микросхемы при 
закрытом состоянии выхо­
да н заданных пежинах на 
остальных выводах

170. Ток утечки низ­
кого уровня на входе 
интегральной микросхе­
мы

Ток утечки низкого 
уровня на входе

,0* У » .» Х /ILL Ток утечки во входной 
цепи интегральной микро­
схемы при входных напря­
жениях в диапазоне, соот­
ветствующем низкому уров­
ни?. и при заданных режи­
мах на остальных выводах

171. Ток утечки высо­
кого уровня на входе 
интегральной микросхе­
мы

Ток утечки высокого 
уровня из входе

/>7 Т .« /|LH Ток утечки во входной 
цепи интегральной микро­
схемы при входных на­
пряжениях в диапазоне, со­
ответствующем высокому 
уровню, и при заданных 
режимах на остальных вы­
водах
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ПрЫУолжение табл. I

Тармжа от«**«ст-
з**пое

между-
народное

Опрезелепве

172 Ток утечки низ­
кою уролин на выходе 
интегральной микросхе­
мы

Ток утечки низкого 
уровня на выходе

/°'ут.вмх ^OLL Ток утечки интегральной 
микросхемы при закрытом 
состоянии выхода при на­
пряжении на выходе в диа­
пазоне. соответствующем 
низкому уровню, и при за­
данных режимах на осталь­
ных выводах

173. Ток утечки высо­
кою уровня на выходе 
интегральной микросхе­
мы

Ток утечки высокого 
уровня на выходе

/1'JT.BUX ^OLH Ток утечки интегральной 
микросхемы при закрытом 
состоянии выхода, при на­
пряжении на выходе в диа­
пазоне. соответствующем 
высокому уровню, и при 
заданных режимах из ос­
тальных выводах

174. Потребляемая 
мощность i-ro источни­
ка питания интеграль­
ной микросхемы

Потребляемая мощ­
ность i го источника пи­
тания

Р по» Г Рс С. Мощность, потребляемая 
интегральной микросхемой 
и заданном режиме, от 1-го 
источника литания

175 Время перехода 
при включении интег­
ральной микросхемы

Время перехода при 
включении

,1.0 ‘thl Интервал времени, в те­
чение которого напряжение 
на выходе интегральной 
микросхемы переходит от 
напряжения высокого уров­
ня к напряжению низкого 
уровни. измеренный на 
уровнях 0.1 и 0.9 или на 
заданных значениях напря­
жения

176 Время перехода 
при выключении интег­
ральной микросхемы

Время перехода при 
выключения

*TLH Интервал времени, в те­
чение которого напряжение 
на выходе интегральной 
микросхемы переходит от 
напряжения низкого уров­
ня к напряжению высокого 
уровня, измеренный на 
уровнях 0.1 и <‘Д или на 
заданных значениях напря­
жения

177. Время выбора ин­
тегральной микросхемы

Время выбора
t. l a Ингсрвз- времени меж­

ду подачей на вход сигна­
ле выбора интегральной 
микросхемы н получением 
на выходе сигналов инфор­
мации
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Продо.ъкение табл. I
Б уккяикой обоэялчкям*

Термин отечест­
венно*

между­
народно*

Оярвдглвяив

178 Время сохранения 
сигнала интегральной 
микросхемы

Время сохранения 
R Valid time 
F. Temps 4* validation

*«. f V Интервал времени. в те­
чение которого выходной 
ситиа-т является достовер­
ным или в течение которо­
го входной сигнал должен 
оставаться достоверным

179 Время хранения 
информации интеграль­
ной микросхемы

Время хранения ин­
формации

tx. /яп Интервал времени, о те­
чение которого интеграль­
ная микросхема п задан­
ном режиме эксплуатации 
сохраняет- информацию

180 Время установле­
нии входных сигналов 
интегральной микросхе­
мы

Время установления 
ВХОДНЫХ СИГНЯ'ОВ

F Sct-irp lime
F. Temps do preparati­

o n

lit  Т tfiv Интервал времени меж­
ду началом сигнала на за­
данном выводе входа и по- 
следующим активным пере­
ходом на другом заданном 
пиводе входа

181 Время пикта ин­
тегральной микросхемы

Bpcvn плхлт 
Г Cycle tftne 
F. Temps <le cycle

try Длительность периода 
сигналов на одном к) уп­
равляющих входов, в те­
чение которой интеграль­
ная микросхема выполняет 
одну из функций

182. Время восстанов­
ления интегральной мик­
росхемы

Врех'и восстановлении

lf.tr Интервал времени меж­
ду окончанием сданного 
сигнала на выводе интег­
ральной микросхемы н на­
чалом заданного сигнала 
следующего цикла

183. Время задержки 
распрос хранения при 
включении интегральной 
микросхемы

Время задержки рас­
пространения при ВКЛЮ- 
чеши

у'."
'ал-Р fPHL Интервал времени меж­

ду входным л выходным 
импульсами при переходе 
напряжения на выходе ян 
тег рольной микросхемы от 
напряжения высокого уров­
ня к напряжению низкого 
уровня. измеренный на 
уровне 0.5 или на задан­
ных значениях напряжения

181 Время задержки 
распространения при 
выключении интеграль­
ной микросхемы

Время задержки рас- 
яросгранения при вык- 
лютеник.

*14. И Интервал времени между 
входным и выходным им- 
пульсами при переходе на­
пряжения на выходе ин­
тегральной микросхемы от 
напряжения низкого уров­
ня к напряжению высокого
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Продолжение табл. 1

Бгквекяое обоонеасияе
Торный отпест- между* Определение

неродное

уровня. измеренный на 
уровне 0.5 или на задан-

/10
ных значениях напряжения

185. Время задержки *DHL Интервал времени между
включения ннте! радьной входным и выходным нм-
микросхемы пульсами при переходе на-

Время задержки вклю- пряжения на выходе ни-
меняя тегральной микросхемы от 

напряжения высокого уров­
ня к напряжению низкого 
уроиня. измеренный на 
уровне 0.1 иди на заданных 
значениях напряжения

186 Время задержки А » (DLH Интервал временя между
выключении иптеграль- входным и выходным им-
ний микросхемы пульсами при переходе из-

Время задержки вы- пряжении на выходе ни-
включения ?сгрзльиой микросхемы от 

напряжения низкого уров­
ня к напряжению высокого
уровня. измеренный па 
уровне 0.9 или на заданных
значениях напряжения

187. Длительность сиг- т Ы Интервал времени меж-
нала интегральной мнк- ду заданными контрольны-
росхемы ми точками по фронтам нм-

Длительность сигнала пульса интегральной микро­
схемы

188. Длительность сиг- те *WL Интервал времени от мо-
нала низкого vpobh-л ми- м ета перехода сигналя ни-
тегральной микросхемы гегралыюЯ микросхемы из

Длительность сигнала состояния высокого уровня
низкого уровня а состояние низкого уров 

ия до момента его перехо­
да нз состояния НИЗКОГО 
уровня в состояние пысо-
кого уровня, измеренный 
на заданном уровне напря-
жени я

189. Длительность сиг- х'  ̂м It Интервал времени от но-
нала высокого уроиня м ета перехода сигнала ин-
интегральной мнкросхс- тегральной микросхемы кэ
мы состояния НИЗКОГО уровня

Длительность сигнала н состояние высокого уров-
высокого уровня ня до момента перехода 

его нз состояния высокого 
уровня в состоякие низко­
го уровня, измеренный на 
заданном уровне напряже­
ния
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Продолжение табл. I
Букдошос овоим-тепис .

Термли отечест­
венное

между-
илродное

Определение

190. Частота следова­
нии импульсов тактовых 
сигналов интегральной 
микросхемы

Частота следования 
импульсов тахтовых сиг 
налов

1с

191 Период следова­
ния импульсов тактовых 
сигналов интегральной 
микросхемы

Период следования им­
пульсов тактовых сиг­
налов

т , Тс Ииторй£>.1 времени меж­
ду иащ.ими или окончи- 
найми следующих друг за 
другом импульсов тактовых 
сигналов интегрально?! мик­
росхемы. измеренный яа 
Заданном уровне нал ряже­
ния

192. Помехоустойчи­
вость при низком уров­
не сигнала интегральной 
микросхемы

11омехоусго!1чи1кк-ть 
при низком уровне сиг­
нала

Ml Абсолютное значение j.из­
ноет и между максимальным 
охолиым напряжением низ­
кого уровня и максим иль­
ным выходным напряже­
нием низкого уровня ин­
тегральной микросхемы

193. Помехоустойчи­
вость при высокой уров­
не сигнала интегральной 
микросхемы

[ 1омсхоустойчнвость 
при высоком уровне сиг 
нала

Afn Абсолютное значение раз­
ности между минимальным 
входным напряжением вы­
сокого уровня н минималь­
ным выходным напряже­
нием высокого уровня ин­
тегральной микросхемы

194. Емкость входа/ 
выхода интегральной 
микросхемы

Емкость входл/выходэ

С  н/омх Ci/o Значение емкости об*еди­
ненного охода/выхОДЛ, рав­
ное отношению емкостной 
реактивной составляющей 
входного или выходного 
тока интегральной микро­
схемы к произведению кру­
говой частоты па синусои­
дальное входное или вы­
ходное напряжение при 
заданном значении частоты 
сигнала

ПАРАМЕТРЫ. ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКИХ И СХЕМ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

195 Выходное поро­
говое напряжение высо­
кого уровня интеграль­
ной микросхемы

//>'-пор. «и» Уот» Наименьшее значение на­
пряжения высокого уровня 
вэ выходе интегральной 
микросхемы при пороговом 
напряжении на входе
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Продолжение табл I

Термин

Выходное пороговое 
напряжение высокого 
уровня

196 Выходное поро­
говое напряжение низ­
кого уровня интеграль­
ной микросхемы

Выходное пороговое 
напряжение низкого 
уровня

J9J. Входное порого­
вое напряжение высоко­
го уровня интегральной 
микросхемы

Входное пороговое на­
пряжение высокого уров­
ни

198. Входное порого­
вое напряжение низко­
го уровня интегральной 
микросхемы

Входное пороговое на­
пряжение низкого уров­
ня

bVKMBHOe о б о ы и х е и к е

|>ГСЧ«*Т'НУ И«Ш*
между­

народно*

if*w нор.ONI
и,ОТ1.

t ;litIIOp.BJC
U nn

иор.кх ■* IT 1.

199. Входное напря­
жение 6.1 ох и ро аки ин­
тегральной микросхемы

Входное напряжение I 
блокировки

200 Входной пробив- | 
ной ток интегральной 
микросхемы

Входной пробивной 
ток

ПиЛя

I» х.орв

Угк

/.»

201 Ток потребления 
выходного напряжения | 
низкого уроним ин тег- 1 
ральиой микросхемы

Ток потребления вы­
ходного напряжения низ­
кого уровня

A;ci

Оврсделепис

I

Наибольшее значение на­
пряжения низкого уровня 
на выходе интегральной 
микросхемы при пороговом 
напряжении на входе

Наименьшее значение на­
пряжения высокого уровня 
на входе интегральной 
микросхемы, при котором 
происходи* переход интег­
ральной микросхемы мз од­
ного устойчивого состояния 
в другое

Наибольшее значение на­
пряжения тихого уровня 
на входе интегральной мик­
росхемы. при котором про­
исходит переход интеграль­
ной микросхемы из одною 
устойчивого состояния в 
другое

Наименьшее значение на­
пряжения на входе интег­
ральной микросхемы при 
заданном значения входио- 
ю  то к а

Входной то* при макси- 
• мальмом напряжении на 
1 входе интегральной микро­

схемы. не вызывающем не­
обратимых процессов в мик­
росхеме

Ток. потребляемый интег­
ральной микросхемой от 
источника питания, при вы­
ходном напряжении низкого 
уровня

I
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Л [/одолжение табл. I
Букмвиоа ово»иа\еи*е

Термин отс«ест«
ЙСЯМОС

ХСЖАУ
народное

Оврехелеяме

'202. Ток потребления 
выходного напряжении 
RucoKoro уровни интег­
ральной микросхемы

Тол потребления вы­
ходного напряжения вы­
сокого уровня

'L r /сси Ток. потребляемый ин­
тегральной микросхемой от 
источника ulna кия. при вы­
ходном напряжении высо­
кого уровня

203 Средний ток по­
требления интегральной 
микросхемы

Средний ток потреб­
ления

/(■ОТ.ср /ccxv Ток. равный полусумме 
токов, потребляемых интег­
ральной микросхемой от ис­
то* иго» гитлиия в дчух 
разят:; их устойчивых со
С*. ПИНИЯХ

204 Средняя потреб­
ляемая мощность интег­
ральной микросхемы

Средняя потребляемая 
МОЩНОСТЬ

р  ВОТ. 0Р PCCAV Мощность, ровная полу­
сумме мощностей, потреб­
ляемых интегральной мик­
росхемой or истопников пи­
тания в двух различных 
устойчивых СОСТОЯНИЯХ

205. Среднее время за­
держки распространения 
hhtci ральиой микросхе­
мы

Среднее время задер­
жки распространения

*»*•» «р *rxv Интервал времени, рав­
ный полусумме времен за­
держки распространения 
сигнала при включении и 
выключении интегральной 
микросхемы

206. Время задержки 
распространения при пе­
реходе из состояния вы­
сокою уровня в состоя-

*РПХ Интервал времени между 
входным н выходным им­
пульсами при переходе на­
пряжения на выходе ин-

нис «Выключено» тегрэлькой микросхемы от 
напряжения высокою уров­
ня к напряжению в состоя- 
вип «Выключено»

207. Время задержки 
распространения при пе­
реходе из состояния низ­
кою уровня в состояние 
«Выключено»

,6.3
гзл.Р *PU Интервал времени меж­

ду входным и выходным 
импульсами при переходе 
напряжения на выходе ин­
тегральной микросхемы от 
напряжения низкого уров­
ня к напряжению и состоя­
нии «Выключено*

208. Время задержки 
распространения при пе­
реходе из состояния 
(Выключено» в состоя­
ние высокого уровня

/3> 1^Д.Р
Интервал времени меж­

ду входным и выходным 
импульсами при переходе 
напряжения на выходе ин­
тегральной микросхемы от 
напряжения в состоянии 
«Выключено* к напряжению 
высокого уровня
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Продолжение табл. I
Буквенное оСоначение

Тернии отечест­
венное

ЫСЖДУ-
харэдясо

Оорохвлоиие

209. Время задержки 
распространения при пе­
реходе из состояния 
«Выключено» п состоя­
ние низкого уровня

,3.0
'э*-Р *PZL Интервал времени меж­

ду входным и выходным 
импульсами при переходе 
напряжения аа выходе ин­
тегральной микросхемы от 
напряжения в состоянии 
«Выключено* к напряже­
нию низкого уровня

210. Рабочая частота 
интегральной микросхе­
мы

Рабочая частота

/ / Частота сигнала, пода­
ваемого ма вход интег­
ральной микросхемы при 
заданных скважности и ус­
ловиях на других входах, 
при которой на выходе 
обеспечиваются заданные 
уровни напряжений

211. Коэффициент раз- 
иствления по выходу 
интегральной микросхе­
мы

Коэффициент развет- 
вленни по выходу

N Число единичных нагру­
зок, которое можно одно­
временно подключить к вы­
ходу интегральной микро­
схемы.

П р и м е ч а н и е .  Еди­
ничной нагрузкой явля 
ется одни вход основного 
.юг и чес к ого элемента дан­
ной серии интегральных 
микросхем

212. Кооффицисит 061-  
саинсиия по входу ин­
тегральной микросхемы

Коэффициент объеди­
нения по входу

Коб S i Число входов интеграль­
ной микросхемы, по кото­
рым реализуется логичес­
кая функция

ПАРАМЕТРЫ. ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

213 Напряжение ни- I Uanж
жехтора при задачпоя ! 
токе инжектора интег- , 
ральной микросхемы

Напряжение инжекто­
ра при заданном токе 
инжектора

По г
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Тяриин

214. Максимальное I 
входное напряжение низ­
кого уровни интеграль­
ной микросхемы

Максимальное входное 
напряжение низкого 
уровня

215 Максимальное 
входное напряжение вы­
сокого уровня интег­
ральной микросхемы

Максимальное входное 
напряжение высокого 
уровня

216. Минимальное 
входное напряжение низ­
кою уровня интеграль­
ной микросхемы

Минимальное входное 
напряжение низкого
Уровня

217 Минимальное 
входное напряжение вы­
сокого уровня интеграль­
ной микросхемы

Минимальное входное 
напояжеине высокого 
уровня

2 1 8 . Максимальное вы­
ходное напряжение низ­
кого уровня интеграль­
ной микросхемы

Максимальное выход- ! 
моо напряжение низкого 
уровня

Э19. Минимальное вы­
ходное напряжение вы­
сокою уровня интеграль­
ной микросхемы

Минимальное выход­
ное напряжение высоко, 
го уровня

220- Ток инжектора 
интегральной микросхе- 
мы

Тох инжектора

b jrxncunoc обОйи«ч«вие

о т с ч с с т -
о еи ж о о

м я ж д я -
ИВРОДИОв

с/°vix « а х ^ I L m a v

и*•  X ПЫХ 1̂11 m u

ifi
L ox  m in

" ' I L n i n

^ в «  m in

Ц*
w  iiw x  m a x ^ O L b u x

r ; l
m in ^ O I I b I ii

!• ч ж /<1

Продолжение гобл. I

О п р е д е л е н и е

Наибольшее положитель­
ное или наименьшее отри­
цательное значение нзпря- 

, женил из допустимого диа­
пазона входных напряже­
ний низкого уровня интег­
ральной микросхемы 

Наибольшее положитель­
ное или наименьшее отрица­
тельное значение напряже­
ния из допустимого диапа­
зона входных напряжений 
высокого уровня интеграль­
ной микросхемы 

Наименьшее положитель­
ное или наибольшее отри­
цательное значение напря­
жения из допустимого диа­
пазона входных напряжений 
низкого уровня интеграль­
ной микросхемы 

Наименьшее положитель­
ное или наибольшее отрица­
тельное значение напряже­
ния вз допустимого диапа­
зона входных напряжений 
высокого уровня интеграль­
ной микросхемы 

Наибольшее положитель­
ное или наименьшее отрица­
тельное значение напряже­
ния на допустимого диапа­
зона выходных напряжений 
низкого уровня интеграль­
ной микросхемы 

Наименьшее положитель­
ное или наибольшее Тнрк- 
цзтельиое значение напря­
жения из допустимого диа­
пазона выходных напряже­
ний высокого уровня ннгег. 
ральяой микросхемы 

Ток в цепи вывода пита­
ния. необходимый для ра­
боты интегральной микро­
схемы в заданном режиме
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Продолжение юбл. I

т*амп

Буквенное обеэиачеямв

ОврЫВ-ИШ*атач«ст-
HfHbXst мврпдло*

22!. Ток потреблении 
в состоянии «Выключе­
но» интегральной микро­
схемы

Точ потребления и со­
стоянии «Выключено»

Ixo I.OUKil /ссх Ток потребления интег­
ральной микросхемы при 
закрытом состоянии выхода.

П р и м е ч а н и е  Тер. 
мин используют для схем 
с тремя состояниями на 
выходе

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

222. Напряжение пи- 1 
такие в режиме хране­
ния интегральной микро- , 
схемы

Напряжение питания и 
режиме храпения

223. Напряжение сиг 
нала входной информа­
ции интегральной микро- ' 
схемы

Напряжение сигнала 
входной информации

221, Напряжение ни»- 
кого уровня сигнала 
входной информации ин­
тегральной микросхемы

Напряжение ни «кого 
уровня сигнала входной 
информации

225. Напряжение высо­
кого уровня сигнала ■ 
входной информации ин­
тегральной микросхемы

Напряжение высокого 
уровня сигнала входной 
информации

226. Напряжение енг 
нала выходной информа­
ции интегральной микро­
схемы

Напряжение си: нала 
выходной информации

U

U<,.u

и '

Ояых.я

С/«с¥ I Напряжение источника 
Iпитания, необходимое для 
хранения информации ин­
тегральной микросхемы

V D1

Vl>lL

V a n

V do

Наибольшее пли наимень­
шее значение напряжения 
на входе сигнала инфор­
мации. обеспечивающее 
ввод информации в интег­
ральную микросхему

Наибольшее значение на­
пряжения (НИКОГО уровня 
на входе сигнала информа­
ции. обеспечивающее ввод 
информации в интегральную 
микросхему

Наименьшее значение на­
пряжения высокого уровня 
на входе сигнала информа­
ции. обеспечивают ее ввод 
информации в интегральную 
микросхему

Напряжение на выходе 
сит нала информации интег­
ральной микросхемы
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Продолжение табл. 1
Ьукаеяисе оСсовачеяие

Терки отечест­
венное

межат-
■ •годное

Ояоедчлсии.'

227. Напряжение виз- 
«ого уровня сигнала вы­
ходной информации кн- 
тральной микросхемы

Напряжение НИЗКОГО 
уровня сигнала выход­
ной информации

и 0и выг.н V 00I. Напряжение на выходе 
Сигнала информации интег­
ральной микросхемы, соот­
ветствующее низкому уров­
ню

228. Напряжение лысо- 
кого уровня сигнала вы­
ходной информации ин­
тегральной микросхемы

Напряжение высокого 
уровня сигнала выходной 
информации

ы\
<71Ма.н Уюоя Напряжение на выходе 

сигнала информации интег­
ральной микросхемы, соот­
ветствующее высокому 
уровню

229 Напряжение сиг­
нала ля пнем интеграль­
но? микросхемы

Напряжение сигнала
записи

и ,. t/wil

L ^ whl

Наибольшее или наимень­
шее значение напряжения 
из входе сигнала записи, 
при котором выполняется 
запись информации в интег­
ральную микросхему

230. Напряжение низ­
кого уровня сигнала за­
писи интегральной- мик­
росхемы

Напряжение низкого 
уровня сигнала записи

Наибольшее значение на­
пряжения низкого уровня 
на входе сигнала записи, 
при котором выполняется 
запись информации в интег­
ральную микросхему

231 Напряжение высо­
кого уровня сигнала за­
писи интегральной мик­
росхемы

Напряженке высокого 
уровня сигнала записи

" "

If V nil Наименьшее значение на­
пряжения высокого уровня 
па входе сигнала записи, 
при котором выполняется 
операция записи икформа- 
Ш1Я в интегральную микро­
схему

2.32 Напряжение сиг­
нала считывания интег­
ральной микросхемы

Напряжение air вала 
считывания

Усч Оно Наибольшее или наимень­
шее значсинс напряжения 
на входе сигнала считыва­

ния. обеспечивающее считы­
вание информации из ин­
тегральной микросхемы

233. Напряжение низ­
кого уровня сигнала счи­
тывания интегральной 
микросхемы

Напряжение низкого 
уровня сигнал? считыва­
ния

'

и 0•'ЧЧ ^ROL Наибольшее значение на­
пряжения низкого уровня 
на входе сигнала считыва- 
1ич, обеспечивающее считы­
вание информации чз интег­
ральной микросхемы
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Продолжение табл. I
Букяеияе* обозначение

Термин ОТС1 ЛСТ*
аеииос между­народно»

Определение

234. Напряжение высо- 
кого уровня сигнала счи­
тывания интегральной 
микросхемы

Напряжение высокого 
уровня сигнала считыва­
ния

и [ч i^RPH Наименьшее значение на­
пряжения высот ого уровня 
на входе сигнала считыва­
ния. обеспечивающее считы­
вание информации из ин­
тегральной микросхемы

235. Напряжение сиг­
нала разрешения интег­
ральной микросхемы

Напряжение сигнала 
разрешения

и 0 Пег Наибольшее или наимень­
шее значение напряжения 
ма входе сигнала разреше­
ния. обеспечивающее выпол­
нение интс-гралыюй микро­
схемой заданной функции

236. Напряжение низ­
кого уровня сигнала раз­
решения интегральной 
микросхемы

Напряжение низкого 
уровня сигнала разреше­
ния

f;CEL Наибольшее значение из- 
пряжения низкого уроиня 
на входе сигнала разреше­
ния. обеспечивающее выпол­
нение интегральной микро­
схемой задаитюп функции

237, Напряжение высо­
кого уровня сигнала раз­
решения интегральной 
микросхемы

Напряжение высокого 
уровня сигнала разреше­
ния

t/cEH Наименьшее значение на­
пряжения высокого уровня 
на входе сигнала разрете 
ния, обеспечивающее выпол­
нение интегральной микро­
схемой заданной функции

238, Напряжение сиг­
нала адреса интеграль­
ной микросхемы

Напряжение сигнала 
адреса

и . и л Наибольшее или наимень­
шее значение напряжения 
аа входе сигнала адреса, 
обеспечивающее обращение 
к определенной ячейке ин­
тегральной микросхемы

239 Напряжение низ 
кого уровня сигнала ад­
реса интегральной мик­
росхемы

Напряжение низкого 
уровня сигнала адреса

" м . Наибольшее значение на­
пряжения низкого уровня 
иа входе сигнала адреса, 
обеспечивающее обращение 
к определенной ячейке ин­
тегральной микросхемы

240. Напряжение высо­
кого уроиня сигнала ад­
реса интегральной мик­
росхемы

Налриженис высокого 
уровня сигнала адреса

Удп Нан меньшее значение на­
пряжения высокого уровня 
на входе сигнала адреса, 
обеспечивающее обращение 
к определенной ячейке ин­
тегральной микросхемы
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Продолжение табл. 1
Бухвевяое обооначееме

Терния ortntcr-
лсмиое

между-
ияродчое

241. Напряжение сиг­
нала запись-считывание 
интегральной микросхе­
мы

Напряжение сигнала 
запись-считывание

U  WRiRD

242. Напряжение низ­
кого уровня сигнала за­
пись-считывание интег­
ральной микросхемы

Напряжение низкого 
уровня сигнала запксь- 
ечнтыванке

^ицсч ^WR/RDL

243. Напряжение высо­
кого уровня сигнала за­
пись-считывание интег­
ральной микросхемы

Напряжение высокого 
уровня сигнала запись- 
счит мнанне

^WfORDH

244. Напряжение сиг­
нала выбора интеграль­
ной микросхемы

Напряжение сигнала 
выбора

и ,. . Uca

245 Напряжение низ­
кого уровня сигнала вы­
бора ' интегральной мик­
росхемы

Напряжение низкого 
уровня сигнале выбора

"CSL

246. Напряжение вы­
сокого уровня сигнала 
выбора интегральной 
микросхемы

Напряжение высокого 
уровня сигнала выбора

Uc*n

247. Напряжение так­
тового сигнала интег­
ральной микросхемы

Напряжение тактового 
сигнала

и , Ua

ОнреДеМЭНК

Наибольшее иди наимень­
шее значение напряжения 
на выводе сигнала аапнсь- 
ечнтывание интегральной 
микросхемы, обеспечиваю­
щее выполнение функции 
записи нлн считывания 

Наибольшее значение на­
пряжения на знооде сигна­
ла ЗаПИСЬ-СЧИТЫВВНИС ин 
тегральноЯ микросхемы, 
обеспечивающее выполнение 
функции записи или считы­
вания

Наименьшее значение на­
пряжения высокого урог-чя 
на выводе сигнала запись- 
считывание интегральной 
микросхемы, обеспечиваю­
щее выполнение функции 
мпйен нлн считывания 

Наибольшее или наимень­
шее значение напряжения 
на входе сигнала выбора 
интегральной микросхемы

Наибольшее значение на­
пряжения низкого уровня 
на входе сигнала выбора 
интегральной микросхемы

Наименьшее значение на­
пряжении высокого уровня 
из входе сигнала выбора 
интегральной микросхемы

Наибольшее или наимень­
шее значение напряжения 
на входе тактового сигнала, 
обеспечивающее работу ин­
тегральной микросхемы в 
определенный интервал вре­
мени
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Продолжение табл. 7
Буквеяяпо ьбоапкчсиис

Термни отечест-пенисе
межху-

шароджж
Определение

248. Напряжение сиг­
нала выбора адреса 
столбцов интегральной' 
микросхемы

Напряженке сигнала 
выбора адреса столбцов

У,...к Уса* Напряжение из входе 
сигнала выбора адреса 
столбцов интегральной мик­
росхемы

249- Напряжение низ 
кого уроння сигнала вы­
бора адреса столбцов 
интегральной микросхе­
мы

Напряжение низкого 
уровня сигнала выбора 
адреса столбцов

230 Напряжение высо­
кого уровня сигнала вы­
бора адреса столбцов 
интегральной микросхе­
мы

Напряжение высокого 
уровня сигнала выбора 
адреса столбцов

^CASL Напряжение на входе сиг­
нала выбора адреса столб­
цов интегральной микро­
схемы. соответствующее 
низкому уровню

Ус ash Напряжение но входе 
сигнала выбора адреса 
столбцов интегральной мик­
росхемы. соответствующее 
высокому уровню

251. Напряжение сиг­
нала выбора адреса 
строк интегральной мик­
росхемы

Напряженно сигнала 
зыбора адреса строк 

252 Напряжение низ­
кого уровня сигнала вы­
бора адреса строк интег­
ральной микросхемы 

Напряжение низкого 
уровня сигнала выбора 
адреса строк

£ /*... Уп AS Напряжение нл входе 
сигнала выбора адреса 
строг: интегральной микро­
схемы

" 2-С ^RASt Напряжение i-а входе 
сигнала выбора адреса 
строк интегральной микро­
схемы. соответствующее 
низкому уровню

253 Напряжение пы- 
:оного уровня сигнала 
выбора адреса строк ин­
тегральной микросхемы

Напряжение высокого 
уровня сигнала выбора 
адреса строк

^ . С УваЗН Напряжение на входе 
сигнала выбора адреса 
строк интегральной микро­
схемы. соответствующее вы­
сокому уровню

254 Напряжение сиг- 
чала стирания интеграль­
ной микросхемы

Напряжение сигнала 
стирания

Уот Уев а Наибольшее или наимень­
шее значение напряжения 
на выводе согнала «стира­
ние» интегральной микро­
схемы. обеспечивающее сти­
рание информации
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Продолжение габл. 1
Букаеивое oCoisaaenuc

Терния отечест­
вен по« между­

народное
Определение

255. Напряжение сиг­
нала программирования 
интегральной микросхе­
мы

Напряжение сигнала 
программирования

Uan Пеп Наибольшее или наимень­
шее значение напряжении 
на выводе сигнала про­
граммирования нигс! р а в ­
ной микросхемы, обеспечи­
вающее тюменские инфор­
мации в программируемых 
запоминающих vcipoftn- 
вах с перепрограм мироед-

256. Ток потребления 
в режиме хранения ин­
тегральной микросхемы

Ток потребления в рс 
жиме хранения

257. Ток сигнала вход 
ной информации интег­
ральной микросхемы

Тон сигнала входной

/ по;,ip 1 CCS
и нем

Ток. потребляемый интег­
ральной микросхемой от 
источника клн источников 
лягания в режиме хране­
ния информации

/ к . /от Ток в цепи сигнала вход­
ной информации интеграль­
ной микросхемы

информации
258. Ток низкого уров­

ня сигнала входной ин­
формации интегральной 
микросхемы

Ток низкого уровня 
сиг ката входной инфор­
мации

259. Ток высокого 
уровня сигнала входной 
информации интеграль­
ной микросхемы

Ток высокого уровня 
входной информации

260 Ток сигнала вы 
ходной информации ин­
тегральной микросхемы

Ток сигнала выходной 
информации

261. Ток низкого урон 
ни сигнала выходной ин­
формации интегральной 
микросхемы

Ток низкого уровня 
сигнала выходной инфор­
мации

262. Ток высокого 
уровня сигнала выходной 
информации интеграль­
ной микросхемы

С.

^>111.1

/0'оых.и

'DIL

101 м

/ do

'DO

/во я

Ток в пени сигнала вход­
ной информации интеграль­

ной микросхемы, соответст­
вующий низкому уровню

Ток в цепи сигнала вход­
ной информации интеграль­
ной микросхемы, соответст­
вующий высокому уровню

Ток а цени сигнала вы­
ходной информации интег­
ральной микросхемы

Ток п цепи «кнала выход­
ной информации интеграль­
ной микросхемы, соответст­
вующий низкому уровню

Ток в цепи сигнала вы­
ходной информации интег­
ральной микросхемы, соот­
ветствующий высокому 

. уровню
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П р о д о .* ж е и и с  7 а б л .  I

Тернии
Буюевное

<л**«©ст»
1>с и .toe

эОоыктеяхо

мезду- 
иародиое

Определение

Ток ВЫСОКОГО уровня
сигнала выходной пифор-
нации

2СЗ Ток сигнала дани- 7 » 1ж к Тох в цепи сигнала эагт-
си интегральной микро- си интегральной микросхе-
схемы мы

Ток сигнала записи
264. Ток сигнала счи- /се /во Ток и цепи сигнала счи-

тыкания интегральной гываикя интегральной мик-
микросхемы росхеми

Ток сигнала считыва-
кия

265. Ток сигнала адре- и и Ток в цепи сигнала адрс-
:а  интегральной микро- са ингсгралыюй микросхе-
схемы мы

Ток сигнала адреса
266. Ток сигнала за- А.п'сч Avriro Тох в цепи сигнала за-

нмсь-считывание иитег- письсчитывание интеграль-
ралыюй микросхемы ной микросхемы в задан-

Ток сигнала запись- ном режиме
считывание

267. Ток сигнала вы- Jet Тох в цепи сигнала пыбо-
Оора интегральной мнк- за интегральной микросхе-
росхс.мы мы

Ток сигнала выбора
26». Ток низкого у ров- /с и /C.SL Ток в цели сигнала выСЮ-

ия по входу выбора ми- И.У ра интегральной мнкроедс-
тегральиой микросхемы мы. соответствующий низко-

Ток иизкосо уровня но му уровни»
входу выбора

269. Ток высокою /' /с*н Тох в цепи сигнала выбо-
уровня по входу выбора в,м ра интегральной махросхе-
интегральной микросхе- мы. соответствующий высо-
МЫ кому уровню

Ток высокого уровня
по входу выбора

270. Ток сигнала раз- 1, Jcr. Ток в цепи сигнала раз-
решения интегральной решения интегральной мик-
микросхемы росхемы

Гок сигнала разреше-
ни я

271 Ток сигнала сти- /с 1 /кв А Ток в цепи сигнала сти-
рання интегральной рзния интегральной микро-
микросхемы схемы

Ток сигнала стирания
272. Ток тактового сиг- It /с Тох в цепи импульсного

нала интегральной мик- литания интегральной мик-
росхсмы росхсмы динамических за-

Тох тактового сигнала поминающих устройств
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1>»мям

273. Ток сигнал» выбо­
ра адреса столбцов ин­
тегральной микросхемы

Ток сигнала выбора 
адреса столбцов

274. Ток сигнала выбо 
ра адреса строк интег­
ральной микросхемы

Ток сигнала выбора 
адреса строк

275 Динамическая по­
требляемая мощность ин­
тегральной микросхемы

Динамическая потреб­
ляемая мощность

276. Потребляемая 
мощность в режиме хра­
нения интегральной мик­
росхемы

Потребляемая мощ­
ность в режиме хране­
ния

277. Время иыборхи 
интегральной микросхе­
мы

Время выборки
R Access time
Г, Temps d'acces

278. Время удержания 
сигнала интегральной 
микросхемы

Время удержания
Е. Hold lime
Г Temps de maintien
279. Время цикла за­

писи информации интег­
ральной микросхемы

Время записи икфор- 
мацнн

380- Время цикла счи­
тывания информации ин­
тегральной микросхемы

Время считывания

Продолжение габ.г. /
Бушп«о« оВовинчтнс

отечеет- я*и«о« • межлт-
«АРОДИС*

Определение

/».«.« /СЛ8 Ток в цепи сигнала вы­
боре адреса столбцов ин­
тегральной микросхемы

/.4 .1 / в  AS Ток я цепи сигнала вы­
бора адреса строк интег­
ральной микросхемы

П14I.HM Яссо Потребляемая мощность 
интегральной микросхемы в 
заданном динамическом ре­
жиме

Р net.xa Pecs Потребляемая мощность 
интегральной микросхемы а 
режиме хранения от источ­
ников питания

<» tA Интервал времени между 
подачей па вход интеграль­
ной микросхемы заданного 
сигнала и получением на 
выходе сигналя информации 
при условии, что все осталь­
ные необходимые сигналы 
поданы

it tu Интервал врем сил. в тече­
ние которого сигнал удер­
живается из ладанном вы­
воде входа после актирного 
переходя на другом задан­
ном выводе входа

t*u ic YVC
\
1

Интервал времени, рав­
ный периоду ситтвла на од­
ном ил входов, в течет»»- 
которого интегральная мик­
росхема осуществляет за­
пись информации

t'4 fern Интервал времени, ров- 
кмй периоду сигнала на од­
ном из входов, в течение 
которого интегральная мик­
росхема осуществляет счи­
тывание информации
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Продолжение табл. J
Буквенное обо>я>чевне

Теонин отечест-
■ еииэе

MtJKXy- 
■ ародне*

Олс*д«л**н*

281. Время регемера- 
|ии интегральной микро­
схемы

Время регенерации 
К. Refresh lime interval 
Р. Intervals de temps 

de rairalchissement

fper (пег Интервал времени между 
началом последовательных 
сигналов, предназначенных 
для восстановления уровня 
в ячейке динамической ин­
тегральной микросхемы до 
его первоначального значе­
ния
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Т а б л и ц а  1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Герина Номер термина

Амплитуда выбросов напряжения на аналоговом выходе 
Амплитуда выбросов напряжения иа аналоговом выходе ин-

144

тегральной микросхемы 144
Время включении 141
Время включения интегральной микросхемы 141
Время выключения 142
Время выключения интегральной микросхемы 142
Время восстановления 162
Время восстановления интегральной микросхемы 162
Время восстановления по напряжению
Время восстановления но напряжению интегральной микро-

114

схемы 114
Время восстановления по току 115
Время восстановления по току интегральной микросхемы 115
Время выбора 177
Время выбора интегральной микросхемы 177
Время выборки 277
Время выборки интегральной микросхемы 277 '
Время готовности ИЗ
Время готовности интегральной микросхемы 113
Время задержки включения 185
Время эадержки включения интегральной микросхемы 185
Время задержки выключения 186
Время задержки выключения интегральной микросхемы 186
Время задержки

Время задержки распространения интегральной микросхемы 
среднее
Время задержки распространения при включении
Время задержки распространения при включении иитеграль-
ной микросхемы
Время задержки распространения при выключении 
Время задержки распространения при выключении интеграль­
ной микросхемы
Врем» задержки распространения при переходе из состояния
«Выключено» в состояние низкого уровня
Время задержки распространения при переходе из состояния
«Выключено» в состояние высокого уровня
Время эадержки распространения ери переходе из состояния
высокою уровня в состояние «Выключено»
Время задержки распространения при переходе из состояния 
низкою уровня в состояние «Выключено»
Время задержки распространения среднее 
Время записи информации 
Время нарастания сигнала
Время нарастания сигнала интегральной микросхемы
Время переключения
Время переключения интегральной микросхемы *

205 
183

183
184

134

209

208

206

207
20,'.
279
30
30

143
143
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Продолжение табл. 2

Герм ни Номер термин*

Время перехода при включении
Время перехода при включении интегральной микросхемы
Время перехода при выключении
Бремя перехода при выключении интегральной микросхемы
Время регенерации
Время регенерации интегральной микросхемы
Время сохранения
Время сохранения сигнала интегральной микросхемы
Время спада сигнала
Время слада сигнала интегральной микросхемы
Время считывания 
Время удержания
Время удержания интегральной микросхемы
Время успокоении
Время успокоения интегральной микросхемы
В;гсмя успокоения выходного напряжения 
Время успокоении выходного напряжении интегральной мик­
росхемы
Время установления входных сигналов
Время установления иходных сигналов интегральной микро­
схемы
Время хранения информации
Время хранения информации интегральной микросхемы
Время цикла
Время никла записи информации интегральной микросхемы 
Время цикла интегральной микросхемы
Время цикла считывания информации интегральной микро­
схемы 4
Диапазон автоматической регулировки усиления интеграль­
ной микросхемы
Диапазон Л РУ
Диапазон входных напряжений
Диапазон входных напряжений интегральной микросхемы
Д||»'!а5ои выходных напряжений
Диапазон выходных напряжений интегральной микросхемы 
Диапазон значения параметра 
Диапазон значений параметра допустимый 
Диана той знамений параметра интегральной микросхемы 
Диапазон значений параметра интегральной микросхемы до­
пустимый
Диапазон по напряжению динамический 
Диапазон по напряжению интегральной микросхемы динами­
ческий
Диапазон регулировки коэффициента усиления мощности 
Диапазон регулировки коэффициента усиления мощности ин­
тегральной микросхемы
Диапазон регулировки коэффициента усиления напряжения 
Диапазон регулировки коэффициента усиления напряжения ин­
тегральной микросхемы
Диапазон регулировки коэффициента усиленна тока

175
175 
! 76
176 
281 
2-31 
178 
178 
31 
31

280
278
278
•50

«5

183

13Э
170
170

131

280

69
69
М
90
107
1С7

3
4
3

4
33

98
97

97
9*

97
97
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Термам Номер термина

Диапазом ре1улмровки коэффициента усиления тока интег­
ральной микросхемы
Длительность сигнала 
Длительность сигнала высокого уровня
Длительность сигнала высокого уровня интегральной микро­
схемы
Длительность сигнала интегральной микросхемы
Длительность сигнала низкого уровня '
Длительность сигнала низкою уровня интегральной микро­
схемы
Длительность спала входного сигнала
Длительность спада входного сигнала интегральной микро­
схемы
Длительность фронта входного сигнала
Длительность фронта входного сигнала интегральной микро­
схемы
Дрейф выходного напряжения
Дрейф выходного напряжения интегральной микросхемы
Дрейф выходного тока
Дрейф выходного тока интегральной микросхемы
Емкость аналогового «хода
Емкость аналогового входа интегральной микросхемы
Емкость аналогового выхода
Емкость аналогового выхода интегральной микросхемы
Емкость ехода/иыходз
Емкость входа/выхода интегральной микросхемы
Емкость входная 
Емкость выходная
Емкость интегральной микросхемы входная 
Емкость интс ралыюй микросхемы выходная
Емкость нагрузки
Емкость натружи интегральной микросхемы
Емкость между аналоговыми выходом н входом 
Емкость между аналоговыми выходом и входом интеграль­
ной микросхемы
Емкость управляющего входа
Емкость управляющего входа интегральной микросхемы 
Значение параметра интегральной микросхемы максимальное 
Значение параметра интегральной микросхемы минимальное 
Значение параметра интегральной микросхемы номинальное
Значение параметра максимальное 
Значение параметра минимальное 
Значение параметра номинальное
Козффицнеи г влиянии нестабильности источников питания на 
напряжение смещения нуля
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на 
напряжение смещения нуля интегральной микросхемы
Коэффициент входного тока временной
Коэффициент входного тока интегральной микросхемы вре­
менной

97
l«7i
189

!Й9
137
183

188
33

33
32

32
124
124 
12"»
125 
146
146
147 
147 
194 
194 
27 
2S 
27 
23 
20 
29 

:»8

149
348
145
•10
11

О

10
п
2

66

66
87

87
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Продолжены* ?абл. 2

Теркин Нвиер термина

Коэффициент выходного тока интегральной микросхемы тем-
пературиый 126
Коэффициент выходного тока температурный 126
Коэффициент гармоник 68
Коэффициент гармоник интегральной микросхемы 66
Коэффициент деления частоты, 74
Коэффициент деления частоты интегральной микросхемы 74
Коэффициент ннтермолулнинокаых искажений 102
Коэффициент кптермодуляцкопкых искажений интегральной
микросхемы 102
Коэффициент напряжения смешения нуля временной «9
Коэффициент напряжения смещения нуля интегральной мик-
росхемы аременной 89
Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики 99
Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики ин-
тральной микросхемы 99
Коэффициент неравномерности амплитудно-частотной харак-
тсристики интегральной микросхемы too
Коэффициент неравномерности АЧХ 100
Коэффициент объединения по входу 2 12
Коэффициент объединения по входу интегральной микросхемы 2 12
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 65
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений
интегральной микросхемы 66
Коэффициент параметра интегральной микросхемы темпера-
туриый 8
Коэффициент параметра температурный 8
Коэффициент передачи !31
Коэффициент передачи интегральной микросхемы 131
Коэффициент передачи по напряжению 152
Коэффициент передачи по напряжению шлс1ральиой микро-
схемы 152
Коэффициент подавления сигнала между каналами 151
Коэффициент подавления сигнала между каналами интег-
ральиой микросхемы 151
Кпэ|1кЬикиенг подавления сигнала радемкнутым ключом 150
Коэффициент подав-тення сигнала разомкнутым ключом им-
тральной микросхемы 150
Ko>iiAin>neiiT полезного действии 103
Коэффициент полезного действия интегральной микросхемы 503
Коэффициент прямоутольности амплитудно-частотной харак-
теристикн ннте1 |)алыюй микросхемы 71
Коэффициент прямоугольное™ АЧХ т\
Коэфтишнсит пульсаций 72
Коэффициент пульсаций интегральной микросхемы 72
Коэффициент разветвления по выходу 2 11
Коэффициент разветвления по выходу ннте(ральноЙ микро-
схемы 2 11
Коэффициент разделения каналов 6t>
Коэффициент разделения каналов интегральной микросхемы 86
Коэффициент разности входных токов временной 88
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Продал женил табл. 2

Т « р м » я  ( Н о м е р  т е р н и я »

Коэффициент разности входных тонов интегральной ми»ро-
схемы временной 88
Коэффициент сглаживания пульсаций
Коэффициент сглаживание пульсаций интегральной микро-

123

схемы 123
Коэффициент стабилизации входного напряження 
Коэффициент стабилизации входного напряження ннтеграль-

121

ной микросхемы 121
Коэффициент стабилизации нагрузки
Коэффициент стабилизации нагрузки интегральной микро-

122

схемы 122
Коэффициент умножения частоты 73
Коэффициент умножения частоты интегральной микросхемы 173
Коэффициент усиления дифференциального сигнала по напри
жению
Коэффициент усиления дифференциального сигнала по на-
пряжению интегральной микросхемы 67
Коэффициент усиления мощности 63
Коэффициент усилении мощности интегральном микросхемы 63
Коэффициент усилении напряжения
Коэффициент усиления напряжения интегральной микро-

61
схемы 61
Коэффициент усиления синфазных входных напряжений 
Коэффициент усиления синфазных входных напряжений ни-

64

тегральной микросхемы 64
Коэффициент усиления тока 62
Коэффициент усиления тока интегральной микросхемы 62
Коэффициент шума ю :
Коэффициент шума интегральной микросхемы 101
Крутизна преобразования 75
Крутизна преобразования интегрально! микросхемы 75
Крутизна проходной характеристики
Крутизна проходной характеристик интегральной микро-

104

схемы
Мощность в режиме храпения интегральной микросхемы по-

104

тргблягмая 276
Мощность в режиме хранения потребляемая 276
Мощность выходная 47
Мощность интегральной микросхемы выходная 47
Мощности интегральной микросхемы коммутируемая 1-30
Мощность интегральной микросхем» потребляемая 
Мощность интегральной микросхемы потребляемая динами-

22

•:еская 275
Мощность интегральной микросхемы потребляемая средняя 204
Мощность интегральной микросхемы рассеиваемая 
Мощность т'-го источника питания иитетральной микросхемы

23

иог|>ебляемая 174
Мощность т'-го источника питания потребляемая 174
Мощность коммутируемая 130
Мощность потребляемая 22
Мощность потребляемая динамическая 275
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Термин Нахер термине

Мощность потребляемая средняя 204
Мощность рассеиваема»
Напряжение автоматической регулировки усиления интеграла-

23

ной микросхемы 9)
Напряжение АРУ 91
Напряжение блокировки входное 199
Напряжение блокировки интегральной микросхемы входное 199
Напряжение входное :з
Напряжение высокого уровня входное 155
Напряжение высокого уровня входное максимальное 215
Напряжение высокого уровня входное минимальное 217
Напряжение высокого уровня выходное 157
Напряжение высокого уровня выходное минимальное 
Напряжение нысокого уровня интегральной микросхемы

219

входное
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы вход-

155

ное максимальное
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы вход-

215
пое минимальное
Напряжение аысокого уровня интегральной микросхемы вы-

217

ходкое
Напряжение нысокого уровни интегральной микросхемы вы-

157

ходкое минимальное
Напряженно высокого уровня интегральном микросхемы по-

219

роговое входное
Напряженке высокого уровня интегральной микросхемы г.оро-

197

говос выходное
Напряжение высокого уровня интегральной микросхемы уп-

195

равляющее 13»
Напряжение высокого уровня пороговое входное 197
Напряженке высокого уровня пороговое выходное 195
Напряженке высокого уровня сигнала адреса
Напряжение высокого уровня сигнала адреса интегральной

240

микросхемы 24С
Напряжение высокого уровня сигнала входной информации 
Напряжение высокого уровня сигнала входной информации

22.--

интегральной микросхемы 225
Напряжение аысокого уровня сигнала выбора 2-16
Напряжение высокого уровни сигнала выбора адреса столб-
нов
Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса столб-

250

цов интегральной микросхемы 250
Напряжение высокого уровня сигнала выбора адреса строк 
Нан ряжение высокого уровня сигнала выбора адреса арок

255

интегральной микросхемы
Напряжение высокого уровня сигнала выбора интегральной

253

микросхемы 24G
Напряжение высокого уровня сигнала выхоигоГг информации 
Напряжение высокого уровня сигнала выходной информации

22в

интегральной микросхемы 228
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Теркин Номер терм sea

Напряжение высокого уровня сигнала записи
Напряжение высокого уровня сигнала записи интегральной

231

микросхемы 231
Напряженке высокого уровня сигнала запись-считываине 
Напряжение высокого уровня сигнала запись-считывание им-

243

тегральной схемы 243
Напряжение высохого уровня сигнала разрешения 
Напряжение высокого уровня сигнала разрешения интегралы

237

ной микросхемы 237
Напряжение высокого уровня сигнала считывания 
Напряжение высокого уровня сигнала считывания имтеграль-

231

ной микросхемы 234
Напряженно высокого уровня управляющее 133
Напряженке выходное !4
Напряжение выходное максимальное 76
Напряжение гистерезиса 127
Напряжение гистерезиса иитст рлльной микросхемы 
Напряжение задержки автоматической регулировки усиления

127

интегральной микросхемы 92
Напряжение задержки АРУ 92
Напряжение инжектора при заданном rove инжектора 
Напряжение инжектора при заданном токе инжектора интет-

2|3

радьиой микросхемы 2:3
Напряженке интегральной микросхемы входное 13
Напряжение интегральной микросхемы выходное 
Напряжение интегральной микросхемы выходное максималь-

14

мое 76
Напряжение интегральной микросхемы коммутируемое 37
Напряженке интегральной микросхемы опорное 109
Напряжение интегральной микросхемы остаточное ; 43
Напряжение <-го источника питания 153
Напряженке т-го источника питания ни ieipaлапой микро­
схемы 153
Напряхген.ю коммутируемое 37
Напряжение низкого уровня входное 154
Напряжение низкого уровня входное максимальное 214
Напряжение низкого уровня входное минимальное 21G
Напряжение низкого уровня выходное 158
Напряженке низкого уровня выходное максимальное 218
Напряжение низкою уровня интегральной микросхемы вход­
ное 154
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы вход­
ное максимальное 214
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы вход­
ное минимальное 2 !6
Напряжение ниткою уровня интегральной микросхемы вы­
ходное 15Ь
Напряженке низкого уровня интегральной микросхемы вы- • 
ходкое максимальное 218



С. 52 ГОСТ 19480—-89

Про<)олжениг табл. 2

Терцин Номер термина

Напряженке низкого уровня интегральной микросхемы лоро-
говос входное
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы поро-

:эз

г о н о р  иыходное
Напряжение низкого уровня интегральной микросхемы уп-

196

равляющее П2
Напряжение низкого уровня пороговое входное 193
Напряжение низкого уровня пороговое выходное 596
Напряжение низкого уровня сигнала адреса
Напряжение низкого уровня сигнала адреса интегральной

239

микросхемы 239
Напряжение низкого уровня сигнала входной информации 
Напряжение низкого уровня сигнала входной информации

224

пите ральной микросхемы 224
Напряжение низкого уровня сигнала выбора
Напряжение низкого уровня сигнала выбора интегральной

245

микросхемы
Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса столб-

245

цов
Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса столб-

249

цов интегральной микросхемы 219
Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса строх 
Напряжение низкого уровня сигнала выбора адреса строк

252

интегральной микросхемы 252
Напряжение низкого уровня сигнала выходной информации 
Напряжение низкою уровня сигнала выходной информации

227

интегральной микросхемы 
Напряжение низкого уровня сигнала записи 
Напряжение низкою уровня сигнала записи интегральной ■ 
микросхемы
Напряженке низкого уровня сигнала запись-считывание 
Напряжение низкого уровня сигнала запись-считывание ин­
тегральной микросхемы
Напряжение низкого уровня сигнала разрешения 
Напряжение низкого уровня сигнала разрешения иитеграль- 1 
ной микросхемы
Напряжение низкого уровня сигнала считывания
Напряжение низкого уровня сигнала считывания иитеграль- I ^
ной микросхемы
Напряженке низкого уровня управляющее 
Напряженке ограничения входное
Напряжение ограничения интегральной микросхемы входное 1
Напряжение опорное 
Напряжение остаточное 
Напряжение отпускания
Напряжение отпускания интегральной микросхемы 
Напряжение питания 
Напряжение питания в режиме хранения 
Напряжение питания в режиме хранения интегральной мик­
росхемы

227
230

230
242

242
2Э6

236
233

233
132
42
42 

109
43 
116 
16 
12

222

222
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Продолжение таб.1 . 2

Геривя Номер тер* ни*

Напряжение питания интегральной микросхемы 12
Напряжение покоя входное 35
Напряжение покоя выходное 36
Напряжение покоя интегральной микросхемы входное 35
Напряжение покоя интегральной микросхемы выходное 36
Напряженке пульсаций источника питания
Напряжение пульсаций источника литания интегральной мик-

93

росхсмы 93
Напряжение сигнала адреса 238
Напряжение сигнала адреса интегральной микросхемы 238
Напряжение сигнала входной информации
Напряжение сигнала входной информации интегральной мик-

223

росхсмы 223
Напряжение сигнала выбора
Напряжение сигнала выбора адреса столбцов
Напряжение сигнала выбора адреса столбцов интегральной

2 «4
248

микросхемы 218
Напряжение сигнала выбора адрееа строк
Напряженке сигнала выбора адреса строк интегральной мик-

251

росхсмы 251
Напряженке chi нала выбора нят*1 ральиой микросхемы 244
Напряжение сигнала выходной информации
Напряжение сигнала выходной информации hhici ральиой

22G

микросхемы 226
Напряжение сигнала записи 229
Напряжение сигнала записи hhici ральиой микросхемы 229
Напряжение сигнала запись-считывание
Напряжение сигнала запись-считывание интегральной микро-

241

схемы 241
Напряжение сигнала программирования
Напряжение сигнала протраммиропаиня интегральной микро-

255

схемы 255
Напряжение сигнала разрешения 235
Напряжение сигнала разрешения интегральной микросхемы 235
Напряжение сигнала стирания 254
Напряжение сигнала стирания интегральной микросхемы 254
Напряжение сигнала считывания 232
Напряжение сигнала считывания интегральной микросхемы 232
Напряжение синхронизации 128
Напряжение синхронизации интегральной микросхемы 128
Напряжение смешения нуля 38
Напряжение смешения нуля интегральной микросхемы 38
Напряжение срабатывания 15
Напряжение срабатывания интегральной микросхемы 1э
Напряжение считывания обратной связи
Напряжение считывания обратной святи иитетральиой микро-

103

схемы 103
Напряжение тактового сигнала 247
Напряжение тактовою сигнала интегральной микросхемы 247
Напряженке управления Л



С. 5-1 ГОСТ 19480-89

Продолжение табл. 2

Г е р н и п Номер прм м ва

Напряжение управления интегральной микросхемы
Напряжение шума
Напряжение шума интегральной микросхемы 
Напряжение шума интегральной микросхемы эффективное
Напряжение шума на выходе
Напряжение шума на выходе интегральной микросхемы
Напряжение шума, приведенное ко входу 
Напряжение шума, приведенное ко входу интегральной мик 
росхемы
Напряжение шума эффективное 
Напряжения входные синфазные
Напряжения интегральной микросхемы входные синфазные
Нестабильность параметра 
Нестабильность параметра интегральной микросхемы ,
Нестабильность по нагрузке
Нестабильность по нагрузке интегральной микросхемы
Нестабильность по напряжению 
Нестабильность по напряжению взаимная 
Нестабильность по напряжению интегральной микросхемы 
Нестабильность по напряжению интегральной микросхемы j 
взаимная
Нестабильность по току I
Нестабильность по току взаимная I
Нестабильность по току интегральной микросхемы
Нестабильность по току интегральной микросхемы взаимная |
Отклонение параметра
Отклонение параметра интегральной микросхемы
Отклонение параметра интегральной микросхемы относи- |
тельное
Отклонение параметра относительное 
Отношение сигнал,'шум
Отношение сигнал/шум интегральной микросхемы
Падение напряжения
Падение напряжения минимальное
Падение напряжения на аитизвоииом диоде интегральной 1 
микросхемы прямое I
Падение напряжения на антизвонмом диоде прямое ,
Падение напряжения на интегральной микросхеме ,
Падение напряжения на интегральной микросхеме минималь­
ное
Параметр
Параметр интегральной микросхемы
Период следования импульсов тактовых сигналов 
Пеоиод следования импульсов тактовых сигналов интеграле 
ной микросхемы
И о л а с  единичного усиления 

Полоса задерживания
Полоса задерживания интегральной микросхемы
Полоса захвата синхронизации
Полоса захвата синхронизации интегральной микросхемы

7
77
77
78 
39
39
40

40 
78
41 
11
9
4

120 
! 2D 
118 
116 
118

116
119
117
119
117

5

в
6

*05
Ю>
110
1П

155
156 
ПО

111
J
4

191

191
56
33
33

129
129
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Продолжение 706.1. 2

Термин | Номер термина

Полоса пропускания I
Полоса пропускания интегральной микросхемы 
Помехоустойчивость прн высоком уровне 
Помехоустойчивость при высоком уровне интегральной мик­
росхемы
Помехоустойчивость при низком уровне
Помехоустойчивость при низком уровне интегральной микро­
схемы
Размах шума
Размах шума интегральной микросхемы
Разность входных токов
Разность входных токов интегральной микросхемы 
Сдвиг интегральной микросхемы фазовый
Сдвиг фаз 
Сдвиг фазовый
Сила шума интегральной микросхемы мектродвнжущая нор­
мированная
Скорое-ь нарастания выходного напряжения
Скорость нарастания выходного напряжения интегральной !
микросхемы
Скорость нарастания выходного напряжения интегральной > 
микросхемы максимальная
Скорость нарастают я выходного напряжения максимальная 
Скорсгть отслеживания 
Сопротивление в открытом состоянии
Сопротивление в открытом состоянии интегральной микро­
схемы
Сопротивление входное 
Сопротивление выходное
Сопротивление интегральной микросхемы входное 
Сопротивление интегральной микросхемы выходное
Сопротивление нагрузки
Сопротивление нагрузки интегральной микросхемы 
Ток автоматической ретулировни усилении янтс/ралыюй мик­
росхемы
Ток АРУ
Ток в состоянии «Выключено* выходной
Ток в состоянии «Выключено» интегральной микросхемы вы- I 
ходиой
Ток входной
Ток входной пробивной I
Ток входной средний
Ток высокого уровня и состоянии «Выключено» выходной
Ток высокого уровня в состоянии «Выключено» интегральной |
микросхемы выходной
Ток высокого уровня входной
Ток высокого уровня выходной
Ток высокою уровня интегральной микросхемы входной 
Ток высокого уровня интегральной микросхемы выходной
Ток высокою уровня по входу выбора

52
5?

193

<93
192

!92
79
79
44
44

106
106
106

so
70
70

82
82
70

140

НО
24
25 
21
25
26 
26

«И
91

Км

165
:7

200
43

167

ЮГ
162
163
162
.63
269
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Продолжение табл. 2

Термин К окер термине

Ток высокого уровня по входу выбора интегральной микро­
схемы
Ток высокого уровня сигнала входной информации 
Ток высокого уровня сигнала входной информации интеграль­
ной микросхемы
Ток высокого уровни сигнала выходной информации 
Ток высокого уровни синима выходной информации интег­
ральной микросхемы
Ток высокого уровня управляющего напряжения входной 
Ток высокою уровня управляющего напряжения интеграль­
ной микросхемы выходной
Ток выходной 
Ток инжектора
Ток инжектора интегральной микросхемы
Ток интегральной микросхемы входной
Ток интегральной микросхемы входной пробивной
Ток интегральной микросхемы иконкой средний
Ток интегральной микросхемы выходной
Ток интегральной микросхемы коммутируемый
Ток коммутируемый
Ток короткого замыкания
Ток короткою замыкания интегральной микросхемы
Ток низкого уровня в состоянии «Выключено» выходкой 
Ток низкого уровни в состоянии «Выключено» интегральной i 
микросхемы выходной
Ток ивзКОгО уровня входной 
Ток низкого уровня ВЫХОДНОЙ
Ток ниткою уровня интегральной микросхемы входной 
Ток низкою уровня интегральной микросхемы выходной
Ток низкого уровня по входу выбора
Ток низвого уровня но входу выбора интегральной микро­
схемы
Ток низкого уровня сигнала входной информации 
Ток низкого уровня сигнала входной информации интеграль­
ной микросхемы
Ток низкого уровня сигнала выходной информации 
Ток низкого уровня сигнала выходной информации интеграль­
ной микросхемы
Ток низкого уровня управляющего напряжения ахолией 
Ток низкого уровня управляющего напряжения интегральной 
микросхемы входной
Ток потребления
Ток потребления в режиме хранения
Ток потреблении в режиме хранения интегральной микросхе­
мы
Ток потребления а состоянии «Выключено»
Ток потребления в состоянии «Выключено» интегральной мик­
росхемы
Ток потребления выходного напряжения высокого уровня

269
259

259
262

262
137

137
18

220
220

17 
200

45
18 
16 
40 
2! 
21

•166

166
161
164
161
164
268

266
258

258
261

261
136

136
20

256

256
221

22 !
2(12
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Продолжение табл. 2

icpuiu

То* потребления выходного напряжения высокого уровня ин­
тегральной микросхемы
Ток потребления выходного напряжения шиною уровня 
Ток потребления выходного напряжения низкого уровня ка­
таральной микросхемы 
Ток потребления динамический 
Ток потребления интегральной микросхемы 
Ток потребления интегральной микросхемы динамический 
Ток погреблевия с-го источника литания
Ток потребления <-го источника питания интегральной микро-

Н оиер термина

202 
9  1

201
160
2!)

160
159

15Э
Ток потребления при высоком уровне управляющего напря­
жения _____
Ток потребления при высоком уровне управляющего напря­
жения интегральной микросхемы
Ток потребления при низком уровне управляющею напряже­
ния
Ток потребления при низком уровне управляющею напряже­
ния интегральной микросхемы
Ток потребления средний
Ток потребления интегральной микросхемы средний 
Ток сигнала адреса
Ток сигнала адреса интегральной микросхемы
Ток сигнала выбора
Ток сигнала выбора интегральной микросхемы
Ток сигнала выбора адреса столбцов
Ток сигнала выбора адреса столбцов интегральной микро­
схемы
Ток сигнала выбора адреса строк
Ток сигнала выбора адреса строк интегральной микросхемы
Ток сигнала входной информации
Ток сигнала входной информации интегральной микросхемы
Ток сигнала выходной информации
Ток сигнала выходной информации интегральной микросхемы
Ток сигнала записи
Ток сигнала записи интегральной микросхемы
Ток сигнала .запись-считывание
Ток сигнала запись-считывание интегральной микроехемы
Ток сигнала разрешения
Ток сигнала ратрешеиия интегральной микросхемы
Ток сигнала старания
Ток сигнала стираиии интегральной микросхемы
Ток сигнала считывании
Ток сигнала считывания интегральной микросхемы
Ток тактового сигнала
Тпк тактового сигнала интегральной микросхемы
Ток управления
Ток управления интегральной микросхемы
Ток утечки
Ток утечки аналогового входа

139

139

138

138
203
203
263
265
267
267
273

273 
271
274 
257 
257 
260
269 
263 
263 
266 
266 
570
270
271 
27! 
261 
26»
272 
272

Q
7

19
134



С. 58 ГОСТ 19430-89

Продолжение табл 2
i

Термин , Номер т с р и т

Ток утечки аналогового входа интегральной микросхемы I34
Ток у т к и  аналогового выхода i35
Ток уточки аналогового выхода интегральной микросхемы 135
Тох у тетки высокого уровня на входе
Ток утечки высокого уровня на входе интегральной микро-

171

схемы 171
Ток утечкр высокого уровня на выходе
Ток утечки высокого уровня на выходе интегральной микро-

173

схемы 173
Ток утечки интегральной микросхемы 19
Ток утечки на входе 168
Ток утечки на входе интегральной микросхемы 168
Ток утечки на выходе 169
Ток утечки на выхоле интегральной микросхемы 169
Ток угении низкого уровня на входе
Ток утечки ниткою уровня на входе интегральной микросхс-

170

МЫ 170
Тон уточки ниткого уровня 11.1 выходе
]|>к утечки низкого уровня на выходе интегральной микро-

172

схемы 172
Ток холостого хода 112
Ток холостого хода интегральной микросхемы 112
Тгк шума нормированный 8:
Iал шума интегральной микросхемы нормированный 81
Частота входного сигнала 57
Частота входного сигналя интегральной микросхемы 57
Частота генерирования 5»
Частота генерирования интегральной микросхемы 58
Частота единичного усиления 56
Частота единичною усиления интегральной микросхемы 56
Частота интегральной микросхемы рабочая 210
Часто-? хвдзирезоаанса 96
Частота коазирезоианса интегральной микросхемы %
Частота коммутации 50
Частота коммутации интегральной микросхемы 30
Частота полной мощности 84
Частота полной мощности интегральной микросхемы 84
Частота полосы задерживания верхняя
Частота полосы задерживания митральной микросхемы

5-3

верхняя
Частота полосы задерживании интегральной микросхемы

55

нижняя 54
Частота полосы задерживания нижняя 54
Частота полосы пропусканпя граничная верхняя 49
Частот» полосы пропускания граничная нижняя
Частота полосы пропускания интегральной микросхемы гра-

48

нячиая верхняя
Частота полосы пропускания интегральной микросхемы гра-

49

ничная нижняя 48
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Продолжение табл. 2

Тернии Номер термина

Частота полосы пропускания интегральной микросхемы цент-
ральная
Частота полосы пропускания центральная

51
S1

Частота рабочая 210
Частота резонанса 95
Частота резонанса интегральной микросхемы 95
Частота следования ннпульсоа тактовых сигналов 
Частота следования импульсов тактовых сигналов нитеграль-

190

ной микросхемы 190
Частота среза 63
Частота среза интегральной микросхемы 83
Частота управляющего напряжения 119
Частота управляющего напряжения интегральной микросхемы 149
Чувствительность 31
Чувствительность интегральной микросхемы
ЭДС шума нормированная

34
«0
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Т а б л и ц а  3

Термня Номер терм ин

Access time
Common-mode rejection ralio 
Common mode voltage amplification 
Cycle time 
Delay time
Differential-mode voltage amplification 
Fall time
Feedback sense voltage
Frequency of unity (open ioop) amplification
Hold time

277
63
64 

181
60
67
31

108
56

278
Input offset voltage
Input stabilization coefficient
Input transient current recovery time
Input transient voltage recovery time

Input voltage operating range
Load slabilization coefficient
Open-loop cut-off frequency
Output current drift
Output noise voltage
Output voltage drift
Output voltage operating range
Reference voltage
Refresh time interval
Ripple rejection ratio
Ripple time
Rise time
Set-up time
Short-circuit current
Valid time

38  
121 
115 
114 
9 0

'122
80

125
39  

124 
107 
109 
281 
123 
59  
30  

180 
21 
178
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Т а б л и ц а  4

Терпка Номер терпкие

Amplification ел tension en mode commun
Amplification en tension en mode dillercntiel
Coefficient do stabilisation en fonction de la charge
Coefficient de stabilisation en fonction de la tension d'enlree
Courant de court-circuit
Derive de la tension de sortie
IX-rive du courant de sortie
Domaine de fonciionnemcnt de la tension d'enlree
Dooiaiiie de fonclionnwnent de la tension de sortie
Frequence de coupure en boucle ouverte
Frequence pour ("amplification unite
Intervallc de temps de rairalehissement
Taux de rejection en mode commun
Taux de rejection de I'ondutation residue!!®
Temps fl'aecds 
Temps dc croissance 
Temps de cycle 
Temps de decroissance 
Temps de delai 
Тетрз de maintien 
Temps dc preparation
Temps de reeourement de la tension transitoire & I’entr**
Temps de recouvrement du courant transitoire a I'entrde
Temps de vacillemenf
Temps de validation
Tension de bruit en sortie
Tension de decalage
Tension dc iceture de confre riaction
Tension de reference

64
67
]22
121

21
.124
125
90

107
83
56

281
65 

123
277
30 

181
31 
60

278 
180
114
115 
59 

178
39
38

398
109
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИИ 
ПРОИЗВОДИМЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ .МИКРОСХЕМ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

1. Для буквенных обозначений производных параметров используют сле­
дующий способ записи: Xju ,j* ,

где X — буквенное обозначение параметра, установленное иастояшим стан­
дартом;

у. z — подстрочные индексы буквенных обозначений входных и <нли) 
пыходних сигналов, приведенных в табл. 5; 

j — цифровые индексы соответствующих входов н (или) выходов, рав­
ные 0, 1. 2, 3 . . .  п, где п — число входов н (или) выходов.

При однозначном понимании допускаются следующие сокращенные формы 
Записи; .Yyjj А,

Т а б л и ц а  5
Обоэнапскке

Накчсисазпие ■ апраа.кжа перехода сигнала
отачестаекиое маждумарьдяоа

Для перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня о: LH

Для перехода кэ состояния высокого уров­
ня в состояние низкого уровня ю HL

•  Данный способ записи используют для микропроцессорных интегральных 
микросхем.

Для обозначений временных параметров сигналов необходимо использовать 
следующий способ записи: fAl<ac-DK)i\

где — вид временного параметра;
i — порядковый номер параметра (1 ,2 .. .я);

В — наименование сигнала о соответствии с перечнем, приведенным в 
табл 6, состояние которого изменяется первым;

С — иапрзплепие перехода сигнала В;
D — наименование сигнала в соответствие с перечнем, приведенным в 

табл. 6, состояние которого изменяется последним, т. е. в конце 
врсмезного интервала;

Е — направление перехода сигнала D;
F  — дополнительная информация в соответствии с перечнем, приведен­

ным в табл. 9.
Для направления перехода сигнала С и Е используют обозначения в соот­

ветствии с табл. 5.
При однозначном понимании допускается первый индекс в обозначении 

■ аправлеиия перехода сигнала С н Е опускать.
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Т а б л и ц а  S
Обооиачевие

Наименование сигнала
отечеств*» ;н» международное

СИГНАЛЫ. ОБЩИЕ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
МИКРОСХЕМ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

1. Адрес а А
2. Выбор микросхемы В.М CS
3. Запись эп WR
4. Считывание (чтение) с ч RD
5. Тактовый г С
б Разрешение р СЕ
7. Записи-считывание J0.C4 VVR/RD
8. Алрес-даииыс ад AD

СИГНАЛЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

9. Авария источника питания
10 Апарин сети питания
11 Арифметический сдвиг
12. Асинхронный
13. Вектор 
М. Внешний
15. Вывод для подключения квзриевого 

резонатора
16. Выход
17. Вход
18. Блокировка
19. Ведомый
20. Ведущий
21. Восстановление
22. Вычитание
23. Генерация
24. Готовность
25. Графический символ
26. Данные
27. Деление
28. Декремент 1
29. Декремент 2
30. Доступ 
Л . Запрос
32. Заем
33. Зависание
34. Задатчик 
Зо. Захват 
30. Знак
37. Инкремент 1
38. Инкремент 2
39. Инкремент 1/Декреысит 1
40. Исполнитель

а.и.п PSB
а. с л PNB
а.с.д AS
асх ASYN
ас REC
SM EXT
К1 BQl
К2 BQ2
пых О
В.Х I
6.1 ОЕ
еды SV
вдщ MS
ВС REC
вч SUB
Г|| GEN
гт RA
ГС GRS
д 0
дл DIV

I DECl
- 2 DEC2
дс AC
аир RQ
эм BR
зве HG
ЗА DR
ЗХ TR
зи SI
+ I l NCI
+ 2 INC2
+  1 /-I I NCI/DEC I
И СП PF
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Продолжение таСл. 6
Обозначен»-*

Наименование сигнале
—

отечественно* м е ж д у н а р о д н а

41. Ииорукцня (команда! KU INS
42. Канал (шина) кв В
43, Капал занят к.зт BUSY
44. Квитирование к в А К
45. Конец к END
<6 Код код CODE
47. Логический сдвиг
48. Логическая операция 
49 Маркер
50. Маскирование
51. Микрооперация
52. Микрокоманда 
55. Младший
54. Множитель
55. Множимое
56 Максимальный
57. Минимальный
58- Начало исполнения команды
59. Начало исполнения микрокоманды
60. Немаскируемое прерывание
61. Нуль
62. Ожидание
63. Осгаиоп
64 Обратный ход 
65. Операция 
66 Ответ
67. Ошибка
68. Перенос
69. Переполнение 
7 а  Передача
71. Подтверждение
72. Прямой доступ к памяти
73. Повтор
74. Продолжение
75 Предваригельный заряд
76. Приоритет
77. Прием
78. Прерывание
79. Пуск
80. Порт
81. Расширение
62 Распространение перенос*
83. Равенство нулю
84. Регистр команд 
65. Режим
86. Регистр микрокоманд
87. Результат
68. Сброс
69. Сдвиг

л.с
л.о
ИРмс
МОП
мк
мл
маж
и ж е
шах
min
нк
н.мк
М.!ф
нуд
жд
ост
об.х
оп
ОГВ
ОШ
ПС
пп
II ч
п
П.Л.П
пит
прд
п. а 
пт 

|ПМ 
ИР 
иск 
п
рш
рпс
|>.а
р. к 
реж 
р.мк 
рез 
сбр 
сд

LSH 
LOP 
MR 
МК 
МОР 
M1NS 
1.SB 
МР1.Х 
MPLY 
MX
м м
STINS
M M K 1 N R

N M K
7 .
WT
Н1.Т
K V M
ОР
AN 
ER 
CR 
С Г 
Т
АС К
ОМА
RP
CN
PSH
PR
R
INR
5Т
Р
F,X
SPCR
ZR
RGINS
МО
RGMINS
RZ
SR
SII
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Н л к м е ж п о з п и е  с а г я а л а

99. Сдвиг влево
91. Сдвиг вправо
92. Синхронизация 
аз. Состояние
94 Строб
95. Сложение
96. Строка
97. Следующий
93. Стек
99 Старший
100. Средний
101. Тактовый вход
102. Тактовый выход
103. Тестирование (проверка) 
101. Условие
I95 Условный бит (флаг) 
1С6. Управление 
107 Ускоренный перенос 
t06. Установка в состояние п 
109. Умножение 
ПО. Управление
111. Цикл
112. Цкклнчесний сдвиг 
ИЗ. Чтение
1 14. Фаза
115. Экран

Продолжение табл, б 
О б м я а ч е я к е

с - т е т « с т в и с *  х е ж д у ю р о г и о е

СД.Л SHL
ед.п SHR
с SYN
сс SA
ст ST
сл $м
стр R
елд NEXT
ск SK
ср MSB
сд ML
т.в Clт змх СО
т TEST
уел с с
ус.б PL
упр CN
уск.п RCR

|уст Sn
VMH MP1.
У CO
цкл CY
ц.сд CYSII
чт RD
'!» E
3 RT

СИГНАЛЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

116. Выбор адреса строки 
117 Выбор адреса столбца
118. Входная информация
119. Выходная информация
120. Вхолиая/пыходная информация
121. Запись-считывание
122. Разрешение выхода
123. Программирование

a.a.c. RAS
а а.к CAS
DX.lt D
НЫХ.Н Q
вх и/вых.и OQ
зп/сч WR
p вых OE
прг PR

2. Для микросхем с тремя состояниями на выходе для направления перехо­
да сигнала С и Е используют обозначения в соответствии с табл. 7.
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Т а б л и ц а  7
Обозначение

Накненомии» направления перехода сигнала
отечественное межд>-

наредлое

Для перехода из третьего состояния в состояние
Э1высокого уровня

Для перехода из состояния высокого уровня в
ZN

третье состояние 13 HZ
Для перехода из состояния низкою уровни в

третье состояние
Для перехода из третьего состояния в состояние

ез LZ

низкого уровня 30 ZL

При однозначном понимании допускается использовать сокращенные формы 
записи для временных параметров сигналов;

rA(8-D ): fA (B)J fA*
3. Примеры обозначения производных параметров и их буквенных обозиа* 

чений приведены в табл. 8.
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Т а б л и ц а  9

Режим работы

Буквенное обозначение

• отечественное между и «редок

Завес» W .
Считывание сч RD
Сютиваяие-запнсь еч /зл RDAVR
Запись-считывание зл /сч WR/RD
Счягаадянс по сграницзм сч.стр Р '
Слоговый режим М-Р N
Запас» по страница и ЗП.С1р PW
С ч и ты вввн е-м оди ф н к аи н я-зап и сь C'l.M.Sfl RMW
Регенерация РГ RPF
Программирование лрг PR
Странке 1 г ER |
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